
JP 4905541 B2 2012.3.28

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１基板と、前記第１基板にスペースを隔てて対向している第２基板と、前記第１基板
と前記第２基板との間のスペースに設けられた液晶層とを有し、画像を表示する表示領域
にタッチセンサスイッチが内蔵されている液晶パネル
　を具備しており、
　前記タッチセンサスイッチは、
　前記第１基板にて前記第２基板に対向する面に設けられている第１タッチ電極と、
　前記第２基板にて前記第１基板に対向する面に、前記第１タッチ電極からスペースを隔
てて対面している第２タッチ電極と
　を有し、前記液晶パネルが外圧によって変形することによって、前記第１タッチ電極と
前記第２タッチ電極とが接触するように構成されており、
　前記液晶層は、前記第１基板にて前記第２基板に対向する面に設けられている第１液晶
配向膜と、前記第２基板にて前記第１基板に対向する面に設けられている第２液晶配向膜
とによって液晶分子が配向されており、
　前記第１タッチ電極は、凹状の溝が設けられた下地層が前記第１基板との間に設けられ
ており、
　前記第１液晶配向膜は、前記第１タッチ電極が形成された表面上に配向材料を含む塗布
液を塗布した際に、前記凹状の溝に当該塗布液が入ることによって、前記第１タッチ電極
の上面を被覆せずに露出するように形成されている
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　液晶表示装置。
【請求項２】
　前記液晶パネルは、当該液晶パネルが外圧によって変形することによって、前記第２タ
ッチ電極が、一対の前記第１タッチ電極に接触して、当該一対の第１タッチ電極の間が電
気的に接続するように構成されており、
　前記第１液晶配向膜は、前記第１タッチ電極が形成された表面上に配向材料を含む塗布
液を塗布した際に、前記凹状の溝に当該塗布液が入ることによって、前記一対の第１タッ
チ電極の上面が露出するように形成されている
　請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記下地層は、前記一対の第１タッチ電極の間に前記溝が位置するように設けられてお
り、
　前記一対の第１タッチ電極は、前記溝の近傍の表面が前記第１液晶配向膜によって被覆
されずに露出するように形成されている、
　請求項２に記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　前記第２タッチ電極は、前記第１基板の面にて前記一対の第１タッチ電極が並ぶ方向に
対して直交する方向において規定される幅が、当該一対の第１タッチ電極よりも広い部分
を含むように形成されている、
　請求項３に記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　前記第１基板は、
　当該第１基板にて前記第２基板に対向する面に設けられており、前記第１タッチ電極に
接続する導電層
　を有し、
　前記タッチセンサスイッチは、
　前記第１基板にて前記第１タッチ電極と前記導電層とが接続するコンタクト部分におい
て、前記一対の第１タッチ電極のそれぞれと、前記第２タッチ電極とが接触するように設
けられている、
　請求項３に記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　前記下地層は、前記溝が、前記一対の第１タッチ電極が並ぶ方向において延在するよう
に設けられており、
　前記一対の第１タッチ電極は、前記溝の近傍の表面が前記第１液晶配向膜によって被覆
されずに露出するように形成されている、
　請求項２に記載の液晶表示装置。
【請求項７】
　前記第２基板は、
　前記第１基板に対向する面上において、前記第１基板に対向する方向へ凸状に突出した
凸部
　を含み、
　前記凸部は、前記第１基板の面に沿って平坦は平坦領域が、前記第１基板に対向する頂
面に設けられており、
　前記第２タッチ電極は、前記凸部上において前記平坦領域以外の領域に形成されず、前
記平坦領域上に孤立パターンとして形成されている、
　請求項１から６のいずれかに記載の液晶表示装置。
【請求項８】
　第１基板と、前記第１基板にスペースを隔てて対向している第２基板と、前記第１基板
と前記第２基板との間のスペースに設けられた液晶層とを有する液晶パネルを形成する液
晶パネル形成工程
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　を具備しており、
　前記液晶パネル形成工程は、
　当該液晶パネルにおいて画像を表示する表示領域に、タッチセンサスイッチを形成する
タッチセンサスイッチ形成工程と、
　前記第１基板にて前記第２基板に対向する面に第１液晶配向膜を設ける第１液晶配向膜
形成工程と、
　前記第２基板にて前記第１基板に対向する面に第２液晶配向膜を設ける第２液晶配向膜
形成工程と
　を含んでおり、
　前記タッチセンサスイッチ形成工程は、
　前記第１基板にて前記第２基板に対向する面に第１タッチ電極を設ける第１タッチ電極
形成ステップと、
　前記第２基板にて前記第１基板に対向する面に、前記第１タッチ電極からスペースを隔
てて対面するように第２タッチ電極を設ける第２タッチ電極形成ステップと
　を含み、
　前記第１タッチ電極形成ステップにおいては、凹状の溝が設けられた下地層を前記第１
基板に設けた後に、当該下地層上に前記第１タッチ電極を形成し、
　前記第１液晶配向膜形成工程においては、前記第１タッチ電極が形成された表面上に配
向材料を含む塗布液を塗布し、前記凹状の溝に当該塗布液が入ることによって、前記第１
液晶配向膜が前記第１タッチ電極の上面を被覆せずに露出するように、前記第１液晶配向
膜を形成する、
　液晶表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置，液晶表示装置の製造方法，表示装置，情報入力装置に関する
。特に、互いに対向する一対の基板にタッチセンサスイッチが設けられている、液晶表示
装置，液晶表示装置の製造方法，表示装置，情報入力装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置，有機ＥＬ表示装置などの表示装置は、薄型、軽量、低消費電力といった
利点を有する。このため、携帯電話、デジタルカメラなどのモバイル用途の電子機器にて
多く使用されている。
【０００３】
　このような表示装置において、液晶表示装置は、一対の基板の間に液晶層が封入された
液晶パネルを、表示パネルとして有している。液晶パネルは、たとえば、透過型であって
、液晶パネルの背面に設けられたバックライトなどの照明装置が出射した照明光を変調し
て透過させる。そして、その変調した照明光によって画像の表示が、液晶パネルの正面に
て実施される。
【０００４】
　この液晶パネルは、たとえば、アクティブマトリクス方式であり、画素スイッチング素
子として機能する薄膜トランジスタ（ＴＦＴ：Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏ
ｒ）が、複数形成されているＴＦＴアレイ基板を含む。そして、液晶パネルにおいては、
そのＴＦＴアレイ基板に対向するように対向基板が配置されており、ＴＦＴアレイ基板お
よび対向基板の間のスペースに液晶層が設けられている。このアクティブマトリクス方式
の液晶パネルにおいては、画素スイッチング素子を介して画素電極に映像信号を入力する
ことによって、液晶層に電圧を印加して、その画素を透過する光の透過率を制御すること
で、画像の表示が実施される。
【０００５】
　上記のような表示装置においては、表示パネルの画面に表示されたアイコン等の画像を
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利用して、ユーザが操作データの入力を可能にするために、タッチパネルが情報入力装置
として表示パネル上に設けられる場合がある。
【０００６】
　しかし、表示パネル上にタッチパネルを外付けによって設置した場合には、全体の厚み
が厚くなり、薄型の利点が損なわれる場合がある。また、タッチパネルによって、表示領
域において透過する光が減少する場合や、その光が干渉される場合があるために、表示画
像の品質が低下する場合がある。さらに、製造効率の低下や、製造コストの上昇などの不
具合が生ずる場合がある。
【０００７】
　このため、タッチパネル機能が表示パネルに内蔵された表示装置が、提案されている。
【０００８】
　たとえば、抵抗膜式のタッチセンサが液晶パネルに内蔵された液晶表示装置が提案され
ている。
【０００９】
　ここでは、タッチセンサは、液晶パネルを構成する一対の基板のそれぞれにタッチ電極
が設けられたタッチセンサスイッチを含み、液晶パネルが押されて変形したときに、その
一対のタッチ電極が電気的に接続するように構成されている。この液晶パネルにおいては
、両基板に形成されたタッチ電極が小さな外圧によって電気的に接続するように、凸状に
突出している凸部上にタッチ電極が設けられている（たとえば、特許文献１、特許文献２
、特許文献３参照）。
【００１０】
　液晶パネルにおいては、液晶層の液晶分子を配向させるために、液晶配向膜に設けられ
る。この液晶配向膜については、タッチ電極の表面部分を除去し、その表面部分を露出さ
せることが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２００１－７５０７４号公報
【特許文献２】特開２００７－５２３６８号公報
【特許文献３】特開２００７－９５０４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　液晶配向膜をタッチ電極の表面部分から除去する際においては、インクジェットに用い
る微細ノズルから溶剤を、その部分に噴霧し溶解する（たとえば、特許文献２参照）。
【００１３】
　しかしながら、上記のような方法では、十分なスループットを得ることが困難なために
、製造効率が低下する場合がある。
【００１４】
　また、液晶配向膜をタッチ電極の表面部分から十分に除去することが困難なため、歩留
まりの低下が生ずる場合がある。
【００１５】
　また、上記の設備を新規に導入する必要があるために、製造コストが増加する場合があ
る。
【００１６】
　さらに、上記のような方法では、表面を露出させる領域の周囲についても、溶解する場
合があるので、マージンを設ける必要がある。このため、液晶パネルにおいてタッチセン
サが占有する部分が増加して、液晶パネルの開口率が低下する場合がある。よって、表示
画像の輝度の低下が生じ、画像品質が低下する場合がある。
【００１７】
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　また、上記の表示装置では、表示パネルの薄型化に伴い、外圧によって、電極などの部
材が破損する場合があり、装置の信頼性が低下する場合がある。
【００１８】
　特に、タッチセンサスイッチが内蔵された液晶パネルにおいて、凸部上にタッチ電極を
設けた場合には、タッチ電極が剛体であるので、この不具合の発生が顕在化する場合があ
る。たとえば、タッチ電極が断線して、タッチパネル機能が損なわれる場合がある。また
、この他に、タッチ電極が粉砕された導電性の異物が、液晶セル内を拡散して、タッチ電
極間でショートする等の不具合が生ずる場合がある。
【００１９】
　このような不具合を解消するために、凸部においてタッチ電極を設ける面の面積を大き
くすることが考えられるが、その場合には、液晶パネルの開口率が低下することになるの
で、表示画像の品質が低下する場合がある。
【００２０】
　このように、表示装置においては、開口率の低下に伴う画像品質の低下や、装置の信頼
性の低下などの不具合が生ずる場合がある。
【００２１】
　よって、本発明は、製造効率，歩留まり，画像品質の向上、および、製造コストの低下
を実現可能な液晶表示装置，液晶表示装置の製造方法，表示装置，情報入力装置を提供す
る。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　本発明の液晶表示装置は、第１基板と、前記第１基板にスペースを隔てて対向している
第２基板と、前記第１基板と前記第２基板との間のスペースに設けられた液晶層とを有し
、画像を表示する表示領域にタッチセンサスイッチが内蔵されている液晶パネルを具備し
ており、前記タッチセンサスイッチは、前記第１基板にて前記第２基板に対向する面に設
けられている第１タッチ電極と、前記第２基板にて前記第１基板に対向する面に、前記第
１タッチ電極からスペースを隔てて対面するように設けられている第２タッチ電極とを有
し、前記液晶パネルが外圧によって変形することによって、前記第１タッチ電極と前記第
２タッチ電極とが接触するように構成されており、前記液晶層は、前記第１基板にて前記
第２基板に対向する面に設けられている第１液晶配向膜と、前記第２基板にて前記第１基
板に対向する面に設けられている第２液晶配向膜とによって液晶分子が配向されており、
前記第１タッチ電極は、前記第１基板にて前記第２基板に対向する面上において複数の溝
が間を隔てて形成された凹凸領域の表面を被覆するように設けられており、前記第１液晶
配向膜は、前記第１タッチ電極が形成された表面上に配向材料を塗布することによって、
前記第１タッチ電極において前記凹凸領域の凸部の頂面の表面が露出するように形成され
ている。
【００２３】
　本発明の液晶表示装置の製造方法は、第１基板と、前記第１基板にスペースを隔てて対
向している第２基板と、前記第１基板と前記第２基板との間のスペースに設けられた液晶
層とを有する液晶パネルを形成する液晶パネル形成工程を具備しており、前記液晶パネル
形成工程は、当該液晶パネルにおいて画像を表示する表示領域に、タッチセンサスイッチ
を形成するタッチセンサスイッチ形成工程と、前記第１基板にて前記第２基板に対向する
面に第１液晶配向膜を設ける第１液晶配向膜形成工程と、前記第２基板にて前記第１基板
に対向する面に第２液晶配向膜を設ける第２液晶配向膜形成工程とを含んでおり、前記タ
ッチセンサスイッチ形成工程は、前記第１基板にて前記第２基板に対向する面に第１タッ
チ電極を設ける第１タッチ電極形成ステップと、前記第２基板にて前記第１基板に対向す
る面に、前記第１タッチ電極からスペースを隔てて対面するように第２タッチ電極を設け
る第２タッチ電極形成ステップとを含み、前記第１タッチ電極形成ステップにおいては、
前記第１基板にて前記第２基板に対向する面上において複数の溝がスペースを隔てて形成
された凹凸領域の表面を被覆するように、前記第１タッチ電極を形成し、前記第１液晶配
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向膜形成工程においては、前記第１タッチ電極が形成された表面上に配向材料を塗布する
ことによって、前記第１タッチ電極において前記凹凸領域の凸部の頂面の表面が露出する
ように、前記第１液晶配向膜を形成する。
【００２４】
　本発明の表示装置は、第１基板と、前記第１基板にスペースを隔てて対向している第２
基板とを有し、タッチセンサスイッチが設けられている表示パネルを具備しており、前記
タッチセンサスイッチは、前記第１基板にて前記第２基板に対向する面に設けられている
第１タッチ電極と、前記第２基板にて前記第１基板に対向する面に、前記第１タッチ電極
からスペースを隔てて対面するように設けられている第２タッチ電極とを有し、前記タッ
チパネルが外圧によって変形することによって、前記第１タッチ電極と前記第２タッチ電
極とが接触するように構成されており、前記第１タッチ電極は、前記第１基板にて前記第
２基板に対向する面上において複数の溝がスペースを隔てて形成された凹凸領域の表面を
被覆するように設けられており、当該第１タッチ電極が形成された表面においては、当該
第１タッチ電極において前記凹凸領域の凸部の頂面の表面が露出するように、塗布膜が形
成されている。
【００２５】
　本発明の情報入力装置は、第１基板と、前記第１基板にスペースを隔てて対向している
第２基板とを有し、タッチセンサスイッチが設けられているタッチパネルを具備しており
、前記タッチセンサスイッチは、前記第１基板にて前記第２基板に対向する面に設けられ
ている第１タッチ電極と、前記第２基板にて前記第１基板に対向する面に、前記第１タッ
チ電極からスペースを隔てて対面するように設けられている第２タッチ電極とを有し、前
記タッチパネルが外圧によって変形することによって、前記第１タッチ電極と前記第２タ
ッチ電極とが接触するように構成されており、前記第１タッチ電極は、前記第１基板にて
前記第２基板に対向する面上において複数の溝がスペースを隔てて形成された凹凸領域の
表面を被覆するように設けられており、当該第１タッチ電極が形成された表面においては
、当該第１タッチ電極において前記凹凸領域の凸部の頂面の表面が露出するように、塗布
膜が形成されている。
【００２６】
　本発明においては、複数の溝がスペースを隔てて形成された凹凸領域の表面を被覆する
ように、第１タッチ電極を形成する。そして、第１タッチ電極が形成された表面上に配向
材料を塗布することによって、第１タッチ電極において凹凸領域の凸部の頂面の表面が露
出するように、第１液晶配向膜を形成する。
【００２７】
　本発明の液晶表示装置は、第１基板と、前記第１基板にスペースを隔てて対向している
第２基板と、前記第１基板と前記第２基板との間のスペースに設けられた液晶層とを有し
、画像を表示する表示領域にタッチセンサスイッチが内蔵されている液晶パネルを具備し
ており、前記タッチセンサスイッチは、前記第１基板にて前記第２基板に対向する面に設
けられている第１タッチ電極と、前記第２基板にて前記第１基板に対向する面に、前記第
１タッチ電極からスペースを隔てて対面している第２タッチ電極とを有し、前記液晶パネ
ルが外圧によって変形することによって、前記第１タッチ電極と前記第２タッチ電極とが
接触するように構成されており、前記液晶層は、前記第１基板にて前記第２基板に対向す
る面に設けられている第１液晶配向膜と、前記第２基板にて前記第１基板に対向する面に
設けられている第２液晶配向膜とによって液晶分子が配向されており、前記第１タッチ電
極は、凹状の溝が設けられた下地層が前記第１基板との間に設けられており、前記第１液
晶配向膜は、前記第１タッチ電極が形成された表面上に配向材料を含む塗布液を塗布した
際に、前記凹状の溝に当該塗布液が入ることによって、前記第１タッチ電極の上面を被覆
せずに露出するように形成されている。
【００２８】
　本発明の液晶表示装置の製造方法は、第１基板と、前記第１基板にスペースを隔てて対
向している第２基板と、前記第１基板と前記第２基板との間のスペースに設けられた液晶
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層とを有する液晶パネルを形成する液晶パネル形成工程を具備しており、前記液晶パネル
形成工程は、当該液晶パネルにおいて画像を表示する表示領域に、タッチセンサスイッチ
を形成するタッチセンサスイッチ形成工程と、前記第１基板にて前記第２基板に対向する
面に第１液晶配向膜を設ける第１液晶配向膜形成工程と、前記第２基板にて前記第１基板
に対向する面に第２液晶配向膜を設ける第２液晶配向膜形成工程とを含んでおり、前記タ
ッチセンサスイッチ形成工程は、前記第１基板にて前記第２基板に対向する面に第１タッ
チ電極を設ける第１タッチ電極形成ステップと、前記第２基板にて前記第１基板に対向す
る面に、前記第１タッチ電極からスペースを隔てて対面するように第２タッチ電極を設け
る第２タッチ電極形成ステップとを含み、前記第１タッチ電極形成ステップにおいては、
凹状の溝が設けられた下地層を前記第１基板に設けた後に、当該下地層上に前記第１タッ
チ電極を形成し、前記第１液晶配向膜形成工程においては、前記第１タッチ電極が形成さ
れた表面上に配向材料を含む塗布液を塗布し、前記凹状の溝に当該塗布液が入ることによ
って、前記第１液晶配向膜が前記第１タッチ電極の上面を被覆せずに露出するように、前
記第１液晶配向膜を形成する。
【００２９】
　本発明の表示装置は、第１基板と、前記第１基板にスペースを隔てて対向している第２
基板とを有し、画像を表示する表示領域にタッチセンサスイッチが内蔵されている表示パ
ネルを具備しており、前記タッチセンサスイッチは、前記第１基板にて前記第２基板に対
向する面に設けられている第１タッチ電極と、前記第２基板にて前記第１基板に対向する
面に、前記第１タッチ電極からスペースを隔てて対面している第２タッチ電極とを有し、
前記表示パネルが外圧によって変形することによって、前記第１タッチ電極と前記第２タ
ッチ電極とが接触するように構成されており、前記第１タッチ電極は、凹状の溝が設けら
れた下地層が前記第１基板との間に設けられており、当該第１タッチ電極においては、表
面に塗布液を塗布した際に前記凹状の溝に当該塗布液が入ることによって、前記第１タッ
チ電極の上面を塗布膜が被覆せずに露出するように形成されている。
【００３０】
　本発明の情報入力装置は、第１基板と、前記第１基板にスペースを隔てて対向している
第２基板とを有し、タッチセンサスイッチが設けられているタッチパネルを具備しており
、前記タッチセンサスイッチは、前記第１基板にて前記第２基板に対向する面に設けられ
ている第１タッチ電極と、前記第２基板にて前記第１基板に対向する面に、前記第１タッ
チ電極からスペースを隔てて対面するように設けられている第２タッチ電極とを有し、前
記タッチパネルが外圧によって変形することによって、前記第１タッチ電極と前記第２タ
ッチ電極とが接触するように構成されており、前記第１タッチ電極は、凹状の溝が設けら
れた下地層が前記第１基板との間に設けられており、当該第１タッチ電極においては、表
面に塗布液を塗布した際に前記凹状の溝に当該塗布液が入ることによって、前記第１タッ
チ電極の上面を塗布膜が被覆せずに露出するように形成されている。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明によれば、製造効率，歩留まり，画像品質の向上、および、製造コストの低下を
実現可能な液晶表示装置，液晶表示装置の製造方法，表示装置，情報入力装置を提供する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】図１は、本発明の実施形態１にかかる液晶表示装置１００の構成を示す断面図で
ある。
【図２】図２は、本発明の実施形態１にかかる液晶パネル２００を示す平面図である。
【図３】図３は、本発明の実施形態１にかかる液晶パネル２００の要部を示す図である。
【図４】図４は、本発明の実施形態１にかかる液晶パネル２００の要部を示す図である。
【図５】図５は、本発明の実施形態１にかかる液晶パネル２００の要部を示す図である。
【図６】図６は、本発明にかかる実施形態１において、凹凸領域５００の部分を拡大して
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示す図である。
【図７】図７は、本発明にかかる実施形態１において、凹凸領域５００の部分を拡大して
示す図である。
【図８】図８は、本発明の実施形態１にかかる液晶表示装置１００を動作させる際に、制
御部４０１が、各部に供給する制御信号の波形図である。
【図９】図９は、本発明の実施形態１にかかる液晶表示装置１００において、凹凸領域５
００の部分を形成する工程を示す断面図である。
【図１０】図１０は、本発明の実施形態１にかかる液晶表示装置１００において、凸部の
幅Ｌ（μｍ）および高さＨ（μｍ）と、液晶配向膜の被覆率（％）との関係を示す図であ
る。
【図１１】図１１は、本発明の実施形態１にかかる液晶表示装置１００において、凸部の
幅Ｌ（μｍ）および高さＨ（μｍ）と、液晶配向膜の被覆率（％）との関係を示す図であ
る。
【図１２】図１２は、本発明にかかる実施形態１の変形例において、凹凸領域５００の部
分を拡大して示す図である。
【図１３】図１３は、本発明にかかる実施形態１の変形例において、凹凸領域５００の部
分を拡大して示す図である。
【図１４】図１４は、本発明にかかる実施形態１の変形例において、液晶パネル２００の
要部を示す図である。
【図１５】図１５は、本発明の実施形態２にかかる液晶パネル２００ｂの要部を示す図で
ある。
【図１６】図１６は、本発明にかかる実施形態２の変形例において、液晶パネル２００ｂ
の要部を示す図である。
【図１７】図１７は、本発明の実施形態３にかかる液晶パネル２００ｃの要部を示す図で
ある。
【図１８】図１８は、本発明の実施形態４にかかる液晶パネル２００ｄの要部を示す図で
ある。
【図１９】図１９は、本発明の実施形態５にかかる液晶パネル２００ｅの要部を示す図で
ある。
【図２０】図２０は、本発明にかかる実施形態５の変形例において、液晶パネル２００ｅ
ｂの要部を示す図である。
【図２１】図２１は、本発明の実施形態６にかかる液晶パネル２００ｆの要部を示す図で
ある。
【図２２】図２２は、本発明にかかる実施形態６の変形例において、液晶パネル２００ｆ
ｂの要部を示す図である。
【図２３】図２３は、本発明の実施形態７にかかる液晶パネル２００ｇの要部を示す図で
ある。
【図２４】図２４は、本発明の実施形態７にかかる液晶パネル２００ｇの要部を示す図で
ある。
【図２５】図２５は、本発明の実施形態７にかかる液晶パネル２００ｇの要部を示す図で
ある。
【図２６】図２６は、本発明の実施形態７にかかる液晶表示装置において、被検知体Ｆが
液晶パネル２００ｇの表示領域ＰＡに接触した際の様子を示す断面図である。
【図２７】図２７は、本発明の実施形態７にかかる液晶表示装置１００において、液晶配
向膜ＨＭ１ｇを形成する工程を示す断面図である。
【図２８】図２８は、本発明の実施形態７において、凸部のテーパー角θと、変位量ｘ（
ｍ）との関係を示す図である。
【図２９】図２９は、本発明の実施形態７において、テーパー角θに応じて凸部ＣＯが変
形する様子を示す断面図である。
【図３０】図３０は、本発明にかかる実施形態７の変形例として、ＴＦＴアレイ基板２０
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１に形成されたタッチ電極６２ｔｇと、対向基板２０２に形成されたタッチ電極２５ｇと
を示す図である。
【図３１】図３１は、本発明にかかる実施形態７の変形例として、ＴＦＴアレイ基板２０
１に形成されたタッチ電極６２ｔｇを示す図である。
【図３２】図３２は、本発明にかかる実施形態７の変形例として、対向基板２０２に形成
されたタッチ電極２５を示す図である。
【図３３】図３３は、本発明にかかる実施形態７の変形例３の作用・効果を説明するため
の図である。
【図３４】図３４は、本発明にかかる実施形態７の変形例として、ＴＦＴアレイ基板２０
１に形成されたタッチ電極６２ｔｇを示す図である。
【図３５】図３５は、本発明にかかる実施形態７の変形例として、ＴＦＴアレイ基板２０
１に形成されたタッチ電極６２ｔｇを示す図である。
【図３６】図３６は、本発明にかかる実施形態７の変形例として、ＴＦＴアレイ基板２０
１に形成されたタッチ電極６２ｔｇを示す図である。
【図３７】図３７は、本発明にかかる実施形態７の変形例として、ＴＦＴアレイ基板２０
１に形成されたタッチ電極６２ｔｇを示す図である。
【図３８】図３８は、本発明にかかる実施形態７の変形例として、ＴＦＴアレイ基板２０
１に形成されたタッチ電極６２ｔｇを示す図である。
【図３９】図３９は、本発明にかかる実施形態７の変形例として、ＴＦＴアレイ基板２０
１に形成されたタッチ電極６２ｔｇを示す図である。
【図４０】図４０は、本発明にかかる実施形態７の変形例として、ＴＦＴアレイ基板２０
１に形成されたタッチ電極６２ｔｇを示す図である。
【図４１】図４１は、本発明にかかる実施形態７の変形例として、ＴＦＴアレイ基板２０
１に形成されたタッチ電極６２ｔｇを示す図である。
【図４２】図４２は、本発明にかかる実施形態７の変形例として、ＴＦＴアレイ基板２０
１に形成されたタッチ電極６２ｔｇを示す図である。
【図４３】図４３は、本発明にかかる実施形態７の変形例として、ＴＦＴアレイ基板２０
１に形成されたタッチ電極６２ｔｇを示す図である。
【図４４】図４４は、本発明にかかる実施形態７の変形例９～１３の作用・効果を説明す
るための図である。
【図４５】図４５は、本発明の実施形態８にかかる液晶パネル２００ｈの要部を示す図で
ある。
【図４６】図４６は、本発明の実施形態８にかかる液晶パネル２００ｈの要部を示す図で
ある。
【図４７】図４７は、本発明にかかる実施形態８の変形例として、共通電極２３ｈ、およ
び、層間絶縁膜Ｓｚ２とを示す図である。
【図４８】図４８は、本発明にかかる実施形態８の変形例として、共通電極２３ｈ、およ
び、層間絶縁膜Ｓｚ２とを示す図である。
【図４９】図４９は、本発明にかかる実施形態８の変形例として、共通電極２３ｈ、およ
び、層間絶縁膜Ｓｚ２とを示す図である。
【図５０】図５０は、本発明にかかる実施形態８の変形例の要部を示す図である。
【図５１】図５１は、本発明にかかる実施形態８の変形例の要部を示す図である。
【図５２】図５２は、本発明にかかる実施形態の液晶表示装置１００を適用した電子機器
を示す図である。
【図５３】図５３は、本発明にかかる実施形態の液晶表示装置１００を適用した電子機器
を示す図である。
【図５４】図５４は、本発明にかかる実施形態の液晶表示装置１００を適用した電子機器
を示す図である。
【図５５】図５５は、本発明にかかる実施形態の液晶表示装置１００を適用した電子機器
を示す図である。
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【図５６】図５６は、本発明にかかる実施形態の液晶表示装置１００を適用した電子機器
を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　本発明にかかる実施形態の一例について説明する。
【００３４】
　説明は、下記の手順で行う。
　１．実施形態１（対向基板に凹凸領域）
　２．実施形態２（ＴＦＴアレイ基板に凹凸領域）
　３．実施形態３（対向基板の弾性部材上に凹凸領域）
　４．実施形態４（ＴＦＴアレイ基板の弾性部材上に凹凸領域）
　５．実施形態５（対向基板の凹部領域上に凹凸領域）
　６．実施形態６（ＴＦＴアレイ基板の凹部領域上に凹凸領域）
　７．実施形態７（ＴＦＴアレイ基板に凹状の溝）
　８．実施形態８（ＴＦＴアレイ基板に凹状の溝（ＦＦＳ方式の場合））
　９．その他
【００３５】
＜１．実施形態１＞
（液晶表示装置の構成）
　図１は、本発明の実施形態１にかかる液晶表示装置１００の構成を示す断面図である。
【００３６】
　本実施形態の液晶表示装置１００は、図１に示すように、液晶パネル２００と、バック
ライト３００と、データ処理部４００とを有する。各部について順次説明する。
【００３７】
　液晶パネル２００は、たとえば、アクティブマトリクス方式であり、図１に示すように
、ＴＦＴアレイ基板２０１と対向基板２０２と液晶層２０３とを有する。液晶パネル２０
０においては、ＴＦＴアレイ基板２０１と対向基板２０２とが、互いにスペースを隔てて
対向している。そして、そのＴＦＴアレイ基板２０１と対向基板２０２との間に挟まれる
ように、液晶層２０３が設けられている。
【００３８】
　液晶パネル２００は、図１に示すように、ＴＦＴアレイ基板２０１にて対向基板２０２
に対向する面に対して反対側の面に、第１の偏光板２０６が配置されている。そして、対
向基板２０２にてＴＦＴアレイ基板２０１に対向する面に対して反対側の面には、第２の
偏光板２０７が配置されている。
【００３９】
　そして、液晶パネル２００においては、ＴＦＴアレイ基板２０１の側に、バックライト
３００が配置されており、ＴＦＴアレイ基板２０１において対向基板２０２に対面してい
る面に対して反対側の面に、バックライト３００から出射された照明光Ｒが照射される。
【００４０】
　この液晶パネル２００は、複数の画素（図示無し）が配置されている表示領域ＰＡを含
む。この表示領域ＰＡにおいては、液晶パネル２００の背面側に設置されたバックライト
３００が出射した照明光Ｒを、第１の偏光板２０６を介して背面から受け、その背面から
受けた照明光Ｒを、その表示領域ＰＡにおいて変調する。
【００４１】
　ここでは、ＴＦＴアレイ基板２０１において画素に対応するように、複数のＴＦＴが画
素スイッチング素子（図示無し）として設けられており、その画素スイッチング素子が制
御されることによって、背面から受けた照明光を変調する。そして、その変調された照明
光Ｒが、第２の偏光板２０７を介して、正面側に出射し、表示領域ＰＡにおいて画像が表
示される。たとえば、液晶パネル２００の正面の側においてカラー画像が表示される。つ
まり、液晶パネル２００は、透過型である。
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【００４２】
　また、詳細については後述するが、本実施形態においては、この液晶パネル２００は、
抵抗膜式のタッチセンサ（図示なし）が形成されている。このタッチセンサは、液晶パネ
ル２００においてバックライト３００が設置された背面に対して反対側となる正面に、ユ
ーザーの指などの被検知体Ｆが接触した位置に応じて異なる電位の信号を出力するように
構成されている。すなわち、液晶パネル２００は、タッチパネルとして機能し、これによ
り、液晶表示装置１００は、情報入力装置として機能する。
【００４３】
　バックライト３００は、図１に示すように、液晶パネル２００の背面に対面しており、
その液晶パネル２００の表示領域ＰＡに照明光Ｒを出射する。
【００４４】
　具体的には、バックライト３００は、液晶パネル２００においてＴＦＴアレイ基板２０
１の側に位置するように配置されている。そして、ＴＦＴアレイ基板２０１において対向
基板２０２に対面している面に対して反対側の面に、照明光Ｒを照射する。つまり、バッ
クライト３００は、ＴＦＴアレイ基板２０１の側から対向基板２０２の側へ向かうように
照明光Ｒを照明する。ここでは、バックライト３００は、液晶パネル２００の面の法線方
向ｚに沿うように照明光Ｒを出射する。
【００４５】
　データ処理部４００は、図１に示すように、制御部４０１と、位置検出部４０２とを有
する。データ処理部４００は、コンピュータを含み、プログラムによってコンピュータが
各部として動作するように構成されている。
【００４６】
　データ処理部４００の制御部４０１は、液晶パネル２００とバックライト３００との動
作を制御するように構成されている。制御部４０１は、液晶パネル２００に制御信号を供
給することによって、液晶パネル２００に複数設けられた画素スイッチング素子（図示無
し）の動作を制御する。たとえば、線順次駆動を実行させる。また、制御部４０１は、バ
ックライト３００に制御信号を供給することによって、バックライト３００の動作を制御
し、バックライト３００から照明光Ｒを照射する。このように、制御部４０１は、液晶パ
ネル２００とバックライト３００との動作を制御することによって、液晶パネル２００の
表示領域ＰＡに画像を表示する。
【００４７】
　このほかに、制御部４０１は、液晶パネル２００に制御信号を供給することによって、
液晶パネル２００に設けられた抵抗膜式のタッチセンサの動作を制御し、データを収集す
る。
【００４８】
　データ処理部４００の位置検出部４０２は、液晶パネル２００の正面側において、人体
の指などの被検知体Ｆが接触した位置を検出するように構成されている。本実施形態にお
いては、位置検出部４０２は、液晶パネル２００に設けられた抵抗膜式のタッチセンサに
よって得たデータに基づいて、位置の検出を実施する。
【００４９】
（液晶パネルの全体構成）
　液晶パネル２００の全体構成について説明する。
【００５０】
　図２は、本発明の実施形態１にかかる液晶パネル２００を示す平面図である。
【００５１】
　図２に示すように、液晶パネル２００は、表示領域ＰＡと、周辺領域ＣＡとを有する。
【００５２】
　液晶パネル２００において表示領域ＰＡには、図２に示すように、複数の画素Ｐが面に
沿って配置されている。
【００５３】
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　具体的には、表示領域ＰＡにおいては、複数の画素Ｐが水平方向ｘと垂直方向ｙとのそ
れぞれにマトリクス状に並ぶように配置されており、画像が表示される。詳細については
後述するが、画素Ｐは、画素スイッチング素子（図示無し）を含む。そして、タッチセン
サを構成する複数のタッチセンサスイッチ（図示無し）が、この複数の画素Ｐに対応する
ように、設けられている。
【００５４】
　液晶パネル２００において周辺領域ＣＡは、図２に示すように、表示領域ＰＡの周辺を
囲うように位置している。この周辺領域ＣＡにおいては、図２に示すように、垂直駆動回
路１１と、水平駆動回路１２とが形成されている。たとえば、上記の画素スイッチング素
子（図示無し）などと同様にして形成された半導体素子によって、この各回路が構成され
ている。
【００５５】
　そして、画素Ｐに対応するように設けられた画素スイッチング素子を、垂直駆動回路１
１および水平駆動回路１２が駆動し、表示領域ＰＡにおいて画像表示を実行する。
【００５６】
　また、これと共に、表示領域ＰＡに設けられたタッチセンサ（図示なし）を、垂直駆動
回路１１および水平駆動回路１２が駆動し、データの取得を実行する。そして、液晶パネ
ル２００の表示領域ＰＡにユーザーの指などの被検知体が接触した位置を、そのタッチセ
ンサによって取得したデータに基づいて、位置検出部４０２が検出する。
【００５７】
（液晶パネルの詳細構成）
　液晶パネル２００の詳細な構成について説明する。
【００５８】
　図３から図５は、本発明の実施形態１にかかる液晶パネル２００の要部を示す図である
。
【００５９】
　ここで、図３は、本発明の実施形態１にかかる液晶パネル２００において、表示領域Ｐ
Ａに設けられた画素Ｐの概略を模式的に示す断面図である。
【００６０】
　また、図４は、本発明にかかる実施形態１において、液晶パネル２００の表示領域ＰＡ
に設けられた画素Ｐの概略を模式的に示す上面図である。図４は、画素Ｐを構成する複数
のサブ画素の一部を示しており、図３は、図４のＸ１－Ｘ２部分に相当する。図示の都合
上、適宜、省略やスケールの変更等をして、各部材を示している。
【００６１】
　そして、図５は、本発明の実施形態１にかかる液晶パネル２００の概略を示す回路図で
ある。
【００６２】
　液晶パネル２００は、図３に示すように、ＴＦＴアレイ基板２０１と対向基板２０２と
の間には、柱スペーサＳＰが介在しており、シール材（図示無し）で貼り合わされている
。そして、そのＴＦＴアレイ基板２０１と対向基板２０２との間には、液晶層２０３が封
入されている。
【００６３】
　本実施形態においては、図３に示すように、液晶パネル２００は、タッチセンサスイッ
チＳＷｓが内蔵されている。このタッチセンサスイッチＳＷｓは、図３に示すように、一
対のタッチ電極６２ｔ，２５によって構成されている。
【００６４】
　液晶パネル２００において、ＴＦＴアレイ基板２０１は、光を透過する絶縁体の基板で
あり、たとえば、ガラスにより形成されている。このＴＦＴアレイ基板２０１においては
、図３に示すように、対向基板２０２に対向する側の面に、画素電極６２ｐと、タッチセ
ンサスイッチＳＷｓを構成する一方のタッチ電極６２ｔと、ゲート線ＧＬと、液晶配向膜
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ＨＭ１とが形成されている。
【００６５】
　液晶パネル２００において、対向基板２０２は、ＴＦＴアレイ基板２０１と同様に、光
を透過する絶縁体の基板であり、たとえば、ガラスにより形成されている。この対向基板
２０２においては、図３に示すように、ＴＦＴアレイ基板２０１に対向する側の面に、カ
ラーフィルタ層２１と、共通電極２３と、タッチ電極２５と、液晶配向膜ＨＭ２とが形成
されている。ここでは、カラーフィルタ層２１は、図３に示すように、赤フィルタ層２１
Ｒと、緑フィルタ層２１Ｇと、青フィルタ層２１Ｂとを一組として構成されている。
【００６６】
　液晶パネル２００は、図３に示した部材のほかに、図４に示すように、信号線ＳＬを含
む。また、図５に示すように、画素スイッチング素子３１を含む。信号線ＳＬと画素スイ
ッチング素子３１とのそれぞれは、図３では図示されていないが、液晶パネル２００を構
成するＴＦＴアレイ基板２０１に設けられている。
【００６７】
　ＴＦＴアレイ基板２０１に設けられた各部について示す。
【００６８】
　ＴＦＴアレイ基板２０１において、画素電極６２ｐとタッチ電極６２ｔとのそれぞれは
、図３に示すように、ＴＦＴアレイ基板２０１にて対向基板２０２に対面する面上に設け
られている。ここでは、画素電極６２ｐとタッチ電極６２ｔとのそれぞれは、層間絶縁膜
Ｓｚ１を介して設けられている。画素電極６２ｐとタッチ電極６２ｔのそれぞれは、いわ
ゆる透明電極であって、たとえば、ＩＴＯを用いて形成されている。
【００６９】
　タッチ電極６２ｔは、図３に示すように、ゲート線ＧＬの上方に設けられている。たと
えば、タッチ電極６２ｔは、カラーフィルタ層２１を構成する赤フィルタ層２１Ｒに対応
するように、設けられている。つまり、画素Ｐを構成する３つのサブ画素のうち、１つの
サブ画素に対応するように、タッチ電極６２ｔが形成されている。そして、タッチ電極６
２ｔは、液晶層２０３を介して、対向基板２０２に設けられた１つのタッチ電極２５に対
面している。
【００７０】
　また、図４に示すように、タッチ電極６２ｔは、画素電極６２ｐと一体になるように形
成されている。すなわち、タッチ電極６２ｔは、画素電極６２ｐと電気的に接続している
。
【００７１】
　そして、図５に示すように、タッチ電極６２ｔは、画素スイッチング素子３１に電気的
に接続されている。
【００７２】
　本実施形態においては、タッチ電極６２ｔは、図３に示すように、弾性部材６３の頂面
を被覆するように設けられている。
【００７３】
　図３に示すように、弾性部材６３は、ゲート線ＧＬの上方において、層間絶縁膜Ｓｚ１
を介在して設けられている。弾性部材６３は、この層間絶縁膜Ｓｚ１上において、対向基
板２０２へ向かう方向へ、凸状に突出するように設けられている。たとえば、弾性部材６
３は、感光性のアクリル樹脂膜をパターン加工することで形成されている。ここでは、図
３に示すように、弾性部材６３は、タッチ電極６２ｔが被覆された状態において、セルギ
ャップを保持する柱スペーサＳＰよりも、高さが低くなるように形成されている。
【００７４】
　画素電極６２ｐは、図４に示すように、ｘｙ面において、ゲート線ＧＬと信号線ＳＬと
によって区画される複数の領域のそれぞれに対応するように、矩形パターンで形成されて
いる。カラーフィルタ層２１を構成する赤フィルタ層２１Ｒ以外の緑フィルタ層２１Ｇと
青フィルタ層２１Ｂとのそれぞれにおいても、これと同様な平面形状になるように形成さ
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れている。つまり、画素Ｐを構成する３つのサブ画素のそれぞれに対応するように、画素
電極６２ｐが形成されている。
【００７５】
　ここでは、画素電極６２ｐは、図３に示すように、液晶層２０３を介して、共通電極２
３に対面している。また、図５に示すように、画素電極６２ｐは、画素スイッチング素子
３１に電気的に接続されており、画素スイッチング素子３１がオン状態の際に、液晶層２
０３に電位を与えるように構成されている。
【００７６】
　ＴＦＴアレイ基板２０１において、画素スイッチング素子３１は、図３では図示を省略
しているが、ＴＦＴアレイ基板２０１にて対向基板２０２に対向する側の面上において、
層間絶縁膜Ｓｚ１内に設けられている。
【００７７】
　ここで、画素スイッチング素子３１は、図５に示すように、トランジスタであって、た
とえば、ポリシリコンを用いたＴＦＴとして構成されている。この画素スイッチング素子
３１は、図５に示すように、ゲートが、ゲート線ＧＬに電気的に接続されている。そして
、ドレインが、信号線ＳＬに電気的に接続されている。そして、ソースが、画素電極６２
ｐと、タッチ電極６２ｔとのそれぞれに接続されている。
【００７８】
　ＴＦＴアレイ基板２０１において、ゲート線ＧＬは、図３に示すように、ＴＦＴアレイ
基板２０１にて対向基板２０２に対向する側の面上に設けられている。
【００７９】
　そして、図４，図５に示すように、ゲート線ＧＬは、ｘｙ面において、ｘ方向に延在す
るように設けられている。たとえば、ゲート線ＧＬは、モリブデンなどの金属材料を用い
て形成されている。そして、ゲート線ＧＬは、図５に示すように、画素スイッチング素子
３１のゲートに電気的に接続されている。この他に、ゲート線ＧＬは、図５に示すように
、垂直駆動回路１１に電気的に接続されており、垂直駆動回路１１から走査信号Ｖｇａｔ
ｅを画素スイッチング素子３１のゲートに供給する。
【００８０】
　ＴＦＴアレイ基板２０１において、信号線ＳＬは、図３では図示を省略しているが、Ｔ
ＦＴアレイ基板２０１にて対向基板２０２に対向する側の面上において、層間絶縁膜Ｓｚ
１内に設けられている。
【００８１】
　そして、図４，図５に示すように、信号線ＳＬは、ｘｙ面において、ｙ方向に延在する
ように設けられている。そして、信号線ＳＬは、図５に示すように、画素スイッチング素
子３１のドレインに電気的に接続されている。この他に、信号線ＳＬは、図５に示すよう
に、水平駆動回路１２に電気的に接続するように構成されている。
【００８２】
　本実施形態では、水平駆動回路１２は、図５に示すように、書き込み回路ＷＣと、読み
出し回路ＲＣとを含む。信号線ＳＬは、書き込み回路ＷＣとの間に、スイッチＳＷｗが介
在しており、スイッチＳＷｗがオン状態になったときに、書き込み回路ＷＣに電気的に接
続するように構成されている。また、信号線ＳＬは、読み出し回路ＲＣとの間に、スイッ
チＳＷｒが介在しており、スイッチＳＷｒがオン状態になったときに、読み出し回路ＲＣ
に電気的に接続するように構成されている。詳細については後述するが、この２つのスイ
ッチＳＷｗ，ＳＷｒは、差動的に動作し、同時にオン状態にならないように、動作が制御
される。このため、スイッチＳＷｗがオン状態にされたときには、信号線ＳＬは、書き込
み回路ＷＣに電気的に接続し、書き込み回路ＷＣからライト信号（ＷＲＩＲＨＴ）が供給
される。そして、スイッチＳＷｒがオン状態になったときには、信号線ＳＬは、読み出し
回路ＲＣに電気的に接続し、読み出し回路ＲＣからリード信号（ＲＥＡＤ）が供給される
。
【００８３】
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　ＴＦＴアレイ基板２０１において液晶配向膜ＨＭ１は、図３に示すように、ＴＦＴアレ
イ基板２０１にて対向基板２０２に対面する面上にて、画素電極６２ｐおよびタッチ電極
６２ｔを介して設けられている。たとえば、この液晶配向膜ＨＭ１は、ポリイミドによっ
て形成されている。
【００８４】
　本実施形態においては、この液晶配向膜ＨＭ１は、タッチ電極６２ｔの表面が露出する
ように形成されている。
【００８５】
　対向基板２０２に設けられた各部について示す。
【００８６】
　対向基板２０２において、カラーフィルタ層２１は、図３に示すように、対向基板２０
２にてＴＦＴアレイ基板２０１に対向する側の面に形成されている。ここでは、カラーフ
ィルタ層２１は、赤フィルタ層２１Ｒと緑フィルタ層２１Ｇと青フィルタ層２１Ｂとの３
原色のフィルタを１組として画素Ｐごとに設けられており、それぞれの色が、ｘ方向に並
ぶように形成されている。カラーフィルタ層２１は、たとえば、顔料や染料などの着色剤
を含有するポリイミド樹脂を用いて形成されている。このカラーフィルタ層２１において
は、バックライト３００から照射された白色光が着色されて出射される。
【００８７】
　対向基板２０２において、共通電極２３は、図３に示すように、対向基板２０２にてＴ
ＦＴアレイ基板２０１に対面する側の面に形成されている。ここで、共通電極２３は、カ
ラーフィルタ層２１上に形成された層間絶縁膜Ｓｚ２を被覆するように形成されている。
共通電極２３は、いわゆる透明電極であって、たとえば、ＩＴＯを用いて形成されている
。
【００８８】
　そして、図５に示すように、共通電極２３は、Ｖｃｏｍ線ＣＬに電気的に接続されてお
り、共通電位が印加される。つまり、共通電極２３は、表示領域ＰＡにおいて、複数の画
素Ｐに対応するように形成された複数の画素電極６２ｐのそれぞれに対向しており、各画
素Ｐにおいて共通な電極として機能するように構成されている。
【００８９】
　対向基板２０２において、タッチ電極２５は、図３に示すように、対向基板２０２にて
ＴＦＴアレイ基板２０１に対面する側の面に形成されている。ここでは、図３に示すよう
に、タッチ電極２５は、共通電極２３と同様に、層間絶縁膜Ｓｚ２を被覆しており、共通
電極２３と一体であって同層になるように形成されている。つまり、タッチ電極２５は、
共通電極２３と同様に、いわゆる透明電極であって、たとえば、ＩＴＯを用いて形成され
ている。そして、タッチ電極２５は、図３に示すように、液晶パネル２００が外圧によっ
て変形した際には、対向するタッチ電極６２ｔに接触して電気的に接続するように構成さ
れている。
【００９０】
　また、図５に示すように、タッチ電極２５は、共通電極２３と同様に、Ｖｃｏｍ線ＣＬ
に電気的に接続されており、共通電位が印加される。
【００９１】
　本実施形態においては、タッチ電極２５は、図３に示すように、凹凸領域５００の表面
を被覆するように設けられている。
【００９２】
　凹凸領域５００は、図３に示すように、対向基板２０２にてＴＦＴアレイ基板２０１に
対向する面であって、層間絶縁膜Ｓｚ２の表面に形成されている。凹凸領域５００は、図
３に示すように、ＴＦＴアレイ基板２０１に設けられた弾性部材６３の幅Ｗ１よりも、幅
Ｗ２が広くなるように設けられている。そして、凹凸領域５００は、ＴＦＴアレイ基板２
０１において弾性部材６３上に設けられたタッチ電極６２ｔとの間において、所定のセン
サギャップΔｄが介在している。
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【００９３】
　図６と図７は、本発明にかかる実施形態１において、凹凸領域５００の部分を拡大して
示す図である。
【００９４】
　図６は、凹凸領域５００の部分を拡大して示す断面図である。一方、図７は、凹凸領域
５００の部分を拡大して示す上面図である。
【００９５】
　図６，図７に示すように、凹凸領域５００においては、層間絶縁膜Ｓｚ２の表面に、複
数の溝が間を隔てて形成されている。
【００９６】
　ここでは、図７に示すように、たとえば、複数の溝が、ｙ方向に延在しており、この複
数の溝が、ｘ方向に間を空けて並んでいる。
【００９７】
　対向基板２０２において、液晶配向膜ＨＭ２は、図３に示すように、共通電極２３上に
設けられている。ここでは、液晶配向膜ＨＭ２は、共通電極２３の表面全面を被覆するよ
うに、設けられている。この液晶配向膜ＨＭ２は、共通電極２３およびタッチ電極２５が
形成された表面上に配向材料を塗布することによって形成される。たとえば、液晶配向膜
ＨＭ２は、ポリイミドを用いて形成される。
【００９８】
　詳細については後述するが、凹凸領域５００は、凸部と凹部とが交互に設けられている
ので、凸部の頂面に配向材料が成膜されないため、液晶配向膜ＨＭ２は、この頂面に形成
されずに、その表面が露出するように形成されている。
【００９９】
　液晶層２０３について示す。
【０１００】
　液晶層２０３は、図３に示すように、ＴＦＴアレイ基板２０１と対向基板２０２との間
にて挟持されている。
【０１０１】
　ここでは、液晶層２０３は、ＴＦＴアレイ基板２０１に形成された液晶配向膜ＨＭ１と
、対向基板２０２に形成された液晶配向膜ＨＭ２とによって、液晶分子（図示なし）が配
向されている。たとえば、液晶分子が垂直配向するように液晶層２０３が形成されている
。つまり、液晶表示モードが、ＶＡ（Ｖｅｒｔｉｃａｌ　Ａｌｉｇｎ）モードになるよう
に、液晶層２０３が形成されている。
【０１０２】
　この他に、ＴＮ（Ｔｗｉｓｔｅｄ　Ｎｅｍａｔｉｃ）モード、ＥＣＢ（Ｅｌｅｃｔｒｉ
ｃａｌｌｙ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　Ｂｉｒｅｆｒｉｎｇｅｎｃｅ）モードに対応するよ
うに、液晶層２０３を形成しても良い。
【０１０３】
（動作）
　以下より、上記の液晶表示装置１００において、ユーザーの指などの被検知体Ｆが液晶
パネル２００の表示領域ＰＡに接触した位置を検出する際の動作について説明する。
【０１０４】
　図８は、本発明の実施形態１にかかる液晶表示装置１００を動作させる際に、制御部４
０１が、各部に供給する制御信号の波形図である。
【０１０５】
　図８において、（Ａ）は、ゲート線ＧＬに供給する走査信号（Ｖｇａｔｅ）を示してい
る。（Ｂ）は、信号線ＳＬに供給するデータ信号（Ｖｓｉｇ）を示している。（Ｃ）は、
Ｖｃｏｍ線ＣＬに供給する共通電圧（Ｖｃｏｍ）の波形図である。（Ｄ）は、スイッチＳ
Ｗｗに供給するライト信号（Ｗｒｉｔｅ）を示している。（Ｅ）は、スイッチＳＷｒに供
給するリード信号（Ｒｅａｄ）を示している。
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【０１０６】
　まず、Ｔ１においては、図８の（Ｂ）と（Ｄ）とに示すように、データ信号（Ｖｓｉｇ
）とライト信号（Ｗｒｉｔｅ）とが、ローレベルからハイレベルになる。このため、ハイ
レベルのライト信号（Ｗｒｉｔｅ）によって、スイッチＳＷｗがオンになり、ハイレベル
のデータ信号（Ｖｓｉｇ）が、スイッチＳＷｗを介して、書き込み回路ＷＣから信号線Ｓ
Ｌへ供給される（図５参照）。
【０１０７】
　つぎに、Ｔ２においては、図８の（Ｄ）に示すように、ライト信号（Ｗｒｉｔｅ）がロ
ーレベルになって、スイッチＳＷｗがオフになり、信号線ＳＬが、フローティング状態に
なる。この状態で、Ｔ２においては、図８の（Ａ）に示すように、走査信号（Ｖｇａｔｅ
）が、ローレベルからハイレベルになる。このため、画素スイッチング素子３１のゲート
がオン状態になり、画素スイッチング素子３１においては、チャネルが形成されて、デー
タ信号（Ｖｓｉｇ）の電荷の放電経路が生ずる（図５参照）。
【０１０８】
　このとき、タッチセンサスイッチＳＷｓがオン状態にされた場合には、大きな容量のＶ
ｃｏｍ線ＣＬに、フローティング状態の信号線ＳＬの電荷が放電される。このため、図８
の（Ｂ）にて実線で示すように、データ信号（Ｖｓｉｇ）の電位が、大きく低下する。
【０１０９】
　一方で、タッチセンサスイッチＳＷｓがオフ状態である場合には、図８の（Ｂ）にて破
線で示すように、データ信号（Ｖｓｉｇ）の電位は、ほぼ保持されて、変化が少ない。
【０１１０】
　つぎに、Ｔ３においては、図８の（Ｅ）に示すように、リード信号（Ｒｅａｄ）が、ロ
ーレベルからハイレベルになる。このため、ハイレベルのリード信号（Ｒｅａｄ）によっ
て、スイッチＳＷｒがオンになり、データ信号（Ｖｓｉｇ）が、スイッチＳＷｒを介して
、信号線ＳＬから読み出し回路ＲＣへ読み出される（図５参照）。
【０１１１】
　ここで、タッチセンサスイッチＳＷｓがオン状態である場合には、図８の（Ｂ）にて実
線で示したように、低い電位のデータ信号（Ｖｓｉｇ）が読み出される。一方で、タッチ
センサスイッチＳＷｓがオフ状態である場合には、図８の（Ｂ）にて破線で示したように
、高い電位のデータ信号（Ｖｓｉｇ）が読み出される。
【０１１２】
　そして、このとき、この読み出したデータ信号（Ｖｓｉｇ）の電位に基づいて、データ
処理部４００の位置検出部４０２（図１参照）が、位置検出を行う。
【０１１３】
　具体的には、位置検出部４０２は、読み出したデータ信号（Ｖｓｉｇ）の電位と参照電
位との比較処理を実行し、参照電位よりも大きい場合には、タッチセンサスイッチＳＷｓ
がオフ状態であると判断する。一方で、読み出したデータ信号（Ｖｓｉｇ）の電位が、参
照電位に対して小さい場合には、タッチセンサスイッチＳＷｓがオン状態であると判断す
る。そして、位置検出部４０２は、タッチセンサスイッチＳＷｓがオン状態であると判断
した画素Ｐの位置を、指などの被検知体Ｆが接触した位置として検出する。
【０１１４】
　つまり、位置検出部４０２は、タッチセンサスイッチＳＷｓがオン状態の場合と、オフ
状態の場合との間において、変化する電位に基づいて、液晶パネル２００にて、指などの
被検知体Ｆが接触した位置を検出する。
【０１１５】
　つぎに、Ｔ４においては、図８の（Ｅ）に示すように、リード信号（Ｒｅａｄ）を、ロ
ーレベルにし、スイッチＳＷｒをオフ状態にする。そして、ライト信号（Ｗｒｉｔｅ）を
、ローレベルからハイレベルとして、スイッチＳＷｗをオン状態にすると共に、信号線Ｓ
Ｌにハイレベルのデータ信号（Ｖｓｉｇ）を印加する。その後、共通電圧Ｖｃｏｍの電位
を反転して、表示の制御を続行する。
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【０１１６】
（製造方法）
　以下より、上記の液晶表示装置１００の要部である凹凸領域５００の部分を形成する方
法について説明する。
【０１１７】
　図９は、本発明の実施形態１にかかる液晶表示装置１００において、凹凸領域５００の
部分を形成する工程を示す断面図である。図９では、要部を示しており、一部の部材につ
いては、表示を省略している。
【０１１８】
　まず、図９（ａ）に示すように、層間絶縁膜Ｓｚ２を形成する。
【０１１９】
　ここでは、たとえば、感光性樹脂（図示なし）を塗布することによって、この層間絶縁
膜Ｓｚ２を形成する。たとえば、ポジ型の感光性であるアクリル樹脂を塗布後、プリベー
ク処理を実施することで、層間絶縁膜Ｓｚ２を形成する。
【０１２０】
　つぎに、図９（ｂ）に示すように、層間絶縁膜Ｓｚ２に溝を形成する。
【０１２１】
　ここでは、フォトリソグラフィ技術によって、感光性樹脂からなる層間絶縁膜Ｓｚ２を
パターン加工することで、溝を形成し、凹凸領域５００を設ける。
【０１２２】
　具体的には、マスクパターンが形成されたフォトマスクを用いて露光処理を実施する。
この露光処理では、溝を形成する部分へ、露光光を照射する。ここでは、露光量を適宜調
整して、露光光の照射を実施する。
【０１２３】
　そして、この露光処理の実施後に、現像処理を実施する。この後、ベーク処理の実施に
よって、層間絶縁膜Ｓｚ２中の残留溶剤や低分子の未重合成分を揮発させる。このように
することで、図９（ｂ）に示すように、層間絶縁膜Ｓｚ２の表面に溝が形成される。
【０１２４】
　なお、上記の露光処理においては、一のフォトマスクを用いて形成する場合のみならず
、適宜、複数のフォトマスクを組み合わせて、露光処理を実施しても良い。また、上記の
溝の他に、図示をしていないが、コンタクトホールを、別途、同一工程で形成しても良い
。
【０１２５】
　つぎに、図９（ｃ）に示すように、タッチ電極２５を形成する。
【０１２６】
　ここでは、層間絶縁膜Ｓｚ２にて溝が形成された表面に、透明な導電材料を成膜するこ
とで、タッチ電極２５を形成する。たとえば、スパッタリング法によって、ＩＴＯを成膜
することで、タッチ電極２５を形成する。
【０１２７】
　この他に、図９（ｃ）に示すように、共通電極２３についても、これと同一工程で形成
する。
【０１２８】
　つぎに、図９（ｄ）に示すように、液晶配向膜ＨＭ２を形成する。
【０１２９】
　ここでは、タッチ電極２５および共通電極２３上に配向材料を塗布し成膜することによ
って、液晶配向膜ＨＭ２を形成する。たとえば、スピンコート法によって、配向材料が溶
解された塗布液を塗布する。そして、プリベーク処理によって、塗布膜中の溶媒を揮発さ
せた後、本ベーク処理で残留溶剤を除去する。これにより、たとえば、ポリイミドの液晶
配向膜ＨＭ２を形成する。スピンコート法の他に、オフセット印刷などによって、液晶配
向膜ＨＭ２を形成しても良い。
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【０１３０】
　図９（ｄ）に示すように、凹凸領域５００の表面においては、凸部と凹部とが交互に設
けられているので、凸部の頂面には、配向材料が成膜されない。具体的には、配向材料が
溶解された塗布液が、凹凸領域５００の凹部の内部に入り、凸部の頂面を被覆しない。こ
のため、この凹凸領域５００において凸部の頂面の表面には、液晶配向膜ＨＭ２が成膜さ
れず、タッチ電極２５の表面が露出するように形成される。
【０１３１】
　この後、配向処理を実施する。たとえば、ラビング処理によって配向処理を実施する。
この他に、光配向処理、イオンビーム配向処理、グレーティング配向処理などの配向処理
を実施しても良い。なお、たとえば、液晶配向膜ＨＭ２が、垂直配向を誘起するものであ
る場合であって、液晶パネル２００を垂直配向モードにする場合には、配向処理を別途実
施する必要はない。
【０１３２】
　そして、図３に示したように、各部が形成された対向基板２０２と、ＴＦＴアレイ基板
２０１とを貼り合わせる。その後、ＴＦＴアレイ基板２０１と対向基板２０２との間に、
液晶材料を注入して液晶層２０３を設けることによって、液晶パネル２００を完成させる
。
【０１３３】
（まとめ）
　以上のように、本実施形態において、タッチセンサスイッチＳＷｓを構成するタッチ電
極２５は、複数の溝が間を隔てて形成された凹凸領域５００の表面を被覆するように設け
られている。そして、液晶配向膜ＨＭ２は、タッチ電極２５が形成された表面上に配向材
料を塗布することによって形成されており、タッチ電極２５において凹凸領域５００の凸
部の頂面の表面が露出している。このように、本実施形態では、タッチ電極２５を凹凸領
域５００の表面に沿って形成していることから、この部分の液晶配向膜ＨＭ２を除去する
工程を別途実施せずに、凸部の頂面の表面を露出させることができる。
【０１３４】
　よって、本実施形態は、製造効率，歩留まりの向上を実現することができる。また、イ
ンクジェットの設備などのように、新規な設備を導入することが必要でないので、製造コ
ストが増加することを防止できる。そして、本実施形態においては、対向基板２０２に設
けられたタッチ電極２５と、ＴＦＴアレイ基板２０１に設けられたタッチ電極６２ｔとを
、接触時に好適に導通させることができるので、装置の信頼性を向上させることができる
。
【０１３５】
　また、本実施形態においては、凹凸領域５００を、タッチ電極２５が被覆された状態に
おいて、凸部の幅Ｌが、０．５から５．０μｍであって、凹部の幅Ｓが、０．５から５．
０μｍになるように形成することが好適である。また、さらに、凸部の頂面と凹部の底面
との距離（高さ）Ｈが、０．５～２．０μｍになるように形成することが好適である。こ
のようにすることで、タッチ電極２５において凹凸領域５００の凸部の頂面の表面が液晶
配向膜ＨＭ２で被覆されずに露出させることを、好適に、実現できる。
【０１３６】
　図１０と図１１は、本発明の実施形態１にかかる液晶表示装置１００において、凸部の
幅Ｌ（μｍ）および高さＨ（μｍ）と、液晶配向膜の被覆率（％）との関係を示す図であ
る。
【０１３７】
　図１０は、横軸が、高さＨ（μｍ）であって、縦軸が、液晶配向膜の被覆率（％／１０
０）である。そして，（ａ），（ｂ），（ｃ）のそれぞれにおいて、凸部の幅Ｌ（μｍ）
が、０．３μｍ，０．８μｍ，１．２μｍである場合の結果を示している。なお、凹部の
幅Ｓについても、この凸部の幅Ｌと同じになるように形成している。
【０１３８】
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　一方で、図１１は、図１０において示した２つの被覆率Ｒ１，Ｒ２を示す図である。図
１１に示すように、被覆率Ｒ１は、下記の数式（１）で示され、被覆率Ｒ２は、下記の数
式（２）で示される。ここで、Ｐは、図１１（ａ），（ｂ）に示すように、複数の凹部の
間におけるピッチＰである。そして、Ｐ１は、図１１（ａ）に示すように、凸部において
、液晶配向膜ＨＭ２が被覆されない幅である。また、Ｐ２は、図１１（ｂ）に示すように
、凸部において、凹部の底面に設けられた液晶配向膜ＨＭ２の半分の膜厚になる部分の幅
である。
【０１３９】
　Ｒ１＝（Ｐ－Ｐ１）／Ｐ　　　・・・（１）
　Ｒ２＝（Ｐ－Ｐ２）／Ｐ　　　・・・（２）
【０１４０】
　図１０の結果から判るように、凸部の幅Ｌが、０．５μｍ以上であって、その高さＨが
、０．５μｍ以上にすることで、液晶配向膜ＨＭ２が、全面に被覆されない。
【０１４１】
　そして、上述した上限値を超える場合には、凸部上に配向膜が残ってしまう等の不具合
が生ずる場合がある。このような結果は、塗布液の液粘度が、３０ｍＰａ・ｓが中心値で
あって、１～５００ｍＰａ・ｓの範囲において得ることができる。
【０１４２】
　よって、上記した数値範囲において、凹凸領域５００を形成することが好適である。
【０１４３】
　なお、上記においては、凹凸領域５００が、図７に示したように形成されている場合に
ついて説明したが、これに限定されない。
【０１４４】
　図１２と図１３は、本発明にかかる実施形態１の変形例において、凹凸領域５００の部
分を拡大して示す図である。図１２と図１３は、上面図である。
【０１４５】
　図１２に示すように、凹凸領域５００においては、複数の溝をｘ方向とｙ方向とにマト
リクス状に並ぶように形成してもよい。
【０１４６】
　また、図１３に示すように、凹凸領域５００においては、複数の溝を円形に形成しても
よい。
【０１４７】
　この他に、上記においては、層間絶縁膜Ｓｚ２の表面をフォトリソグラフィ技術によっ
て加工し、その表面に溝を形成することで、凹凸領域５００を設ける場合について説明し
たが、これに限定されない。
【０１４８】
　図１４は、本発明にかかる実施形態１の変形例において、液晶パネル２００の要部を示
す図である。ここで、図１４は、表示領域ＰＡに設けられた画素Ｐの概略を模式的に示す
断面図である。
【０１４９】
　図１４に示すように、カラーフィルタ層２１において赤カラーフィルタ層２１Ｒａの表
面を、フォトリソグラフィ技術によって加工し、その表面に溝を形成することで、凹凸領
域５００を設けてもよい。
【０１５０】
＜２．実施形態２＞
　以下より、本発明にかかる実施形態２について説明する。
【０１５１】
（液晶パネルの詳細構成）
　図１５は、本発明の実施形態２にかかる液晶パネル２００ｂの要部を示す図である。こ
こで、図１５は、本発明の実施形態２にかかる液晶パネル２００ｂにおいて、表示領域Ｐ



(21) JP 4905541 B2 2012.3.28

10

20

30

40

50

Ａに設けられた画素Ｐの概略を模式的に示す断面図である。
【０１５２】
　図１５に示すように、本実施形態においては、タッチセンサスイッチＳＷｓｂの構成が
、実施形態１と異なる。具体的には、図１５と図３とを比較してわかるように、対向基板
２０２に形成されたタッチ電極２５ｂが、実施形態１と異なる。また、ＴＦＴアレイ基板
２０１に形成されたタッチ電極６２ｔｂが、実施形態１と異なる。この点、および、これ
に関連する点を除き、実施形態１と同様である。このため、重複する箇所については、説
明を省略する。
【０１５３】
　対向基板２０２において、タッチ電極２５ｂは、図１５に示すように、弾性部材６３ｂ
の頂面を被覆するように設けられている。
【０１５４】
　図１５に示すように、弾性部材６３ｂは、層間絶縁膜Ｓｚ２上に設けられている。弾性
部材６３ｂは、この層間絶縁膜Ｓｚ２上において、ＴＦＴアレイ基板２０１へ向かう方向
へ、凸状に突出するように設けられている。たとえば、弾性部材６３ｂは、感光性のアク
リル樹脂膜をパターン加工することで形成されている。ここでは、図１５に示すように、
弾性部材６３ｂは、柱スペーサＳＰよりも、高さが低くなるように形成されている。
【０１５５】
　そして、図１５に示すように、対向基板２０２において、弾性部材６３ｂが設けられた
領域以外の表面を被覆するように、液晶配向膜ＨＭ２ｂが設けられている。ここでは、液
晶配向膜ＨＭ２ｂは、共通電極２３およびタッチ電極２５ｂが形成された表面上に配向材
料を塗布することによって形成される。弾性部材６３ｂは、対向基板２０２の表面にて凸
状に突き出ているので、その頂面に位置する部分においては、配向材料が塗布されず、タ
ッチ電極２５ｂの表面が露出している。
【０１５６】
　ＴＦＴアレイ基板２０１において、タッチ電極６２ｔｂは、図１５に示すように、凹凸
領域５００ｂの表面を被覆するように設けられている。
【０１５７】
　凹凸領域５００ｂは、図１５に示すように、ＴＦＴアレイ基板２０１にて対向基板２０
２に対向する面であって、層間絶縁膜Ｓｚ１の表面に形成されている。凹凸領域５００ｂ
は、図１５に示すように、対向基板２０２に設けられた弾性部材６３ｂの幅Ｗ１ｂよりも
、その幅Ｗ２ｂが広くなるように設けられている。そして、凹凸領域５００ｂは、対向基
板２０２において弾性部材６３ｂ上に設けられたタッチ電極２５ｂとの間において、所定
のセンサギャップΔｄｂが介在している。
【０１５８】
　この凹凸領域５００ｂは、実施形態１の場合と同様に、複数の溝が設けられており、そ
の表面に沿って、タッチ電極６２ｔｂが形成されている。つまり、凹凸領域５００ｂの表
面においては、凸部と凹部とが交互に設けられている。
【０１５９】
　そして、図１５に示すように、凹凸領域５００ｂ上においては、液晶配向膜ＨＭ１ｂが
設けられている。ここでは、液晶配向膜ＨＭ１ｂは、画素電極６２ｐおよびタッチ電極６
２ｔが形成された表面上に配向材料を塗布することによって形成される。凹凸領域５００
ｂの表面においては、凸部と凹部とが交互に設けられているので、実施形態１の場合と同
様に、配向材料が成膜されない。このため、凹凸領域５００ｂの凸部の頂面に位置する部
分においては、タッチ電極６２ｔｂの表面が露出している。
【０１６０】
（まとめ）
　以上のように、本実施形態において、タッチセンサスイッチＳＷｓｂを構成するタッチ
電極６２ｔｂは、複数の溝が間を隔てて形成された凹凸領域５００ｂの表面を被覆するよ
うに設けられている。そして、液晶配向膜ＨＭ１ｂは、タッチ電極６２ｔｂが形成された
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表面上に配向材料を塗布することによって形成されており、タッチ電極６２ｔｂにおいて
凹凸領域５００ｂの凸部の頂面の表面が露出している。
【０１６１】
　本実施形態では、タッチ電極６２ｔｂを凹凸領域５００ｂの表面に沿って形成すること
で、凹凸領域５００ｂにおいて凸部の頂面に位置するタッチ電極６２ｔｂの表面を露出さ
せることができる。つまり、本実施形態は、この部分の液晶配向膜ＨＭ１ｂを除去する工
程を別途実施する必要がない。
【０１６２】
　よって、本実施形態は、実施形態１の場合と同様に、製造効率，歩留まりの向上が可能
であって、製造コストが増加することを防止できる。また、装置の信頼性を向上させるこ
とができる。
【０１６３】
　なお、上記においては、層間絶縁膜Ｓｚ１の表面をフォトリソグラフィ技術によって加
工し、その表面に溝を形成することで、凹凸領域５００ｂを設ける場合について説明した
が、これに限定されない。
【０１６４】
　図１６は、本発明にかかる実施形態２の変形例において、液晶パネル２００ｂの要部を
示す図である。ここで、図１６は、表示領域ＰＡに設けられた画素Ｐの概略を模式的に示
す断面図である。
【０１６５】
　図１６に示すように、ＴＦＴアレイ基板２０１の表面に、凸状に突出する下地層ＯＰを
、複数設ける。そして、この複数の下地層ＯＰを被覆するように、層間絶縁膜Ｓｚ１を形
成することで、凹凸領域５００ｂを設けてもよい。
【０１６６】
＜３．実施形態３＞
　以下より、本発明にかかる実施形態３について説明する。
【０１６７】
（液晶パネルの詳細構成）
　図１７は、本発明の実施形態３にかかる液晶パネル２００ｃの要部を示す図である。こ
こで、図１７は、本実施形態の液晶パネル２００ｃにおいて、表示領域ＰＡに設けられた
画素Ｐの概略を模式的に示す断面図である。
【０１６８】
　図１７に示すように、本実施形態においては、タッチセンサスイッチＳＷｓｃの構成が
、実施形態１と異なる。具体的には、図１７と図３とを比較してわかるように、対向基板
２０２に形成されたタッチ電極２５ｃの部分が、実施形態１と異なる。この点、および、
これに関連する点を除き、実施形態１と同様である。このため、重複する箇所については
、説明を省略する。
【０１６９】
　図１７に示すように、タッチ電極２５ｃは、対向基板２０２において、凹凸領域５００
ｃの表面を被覆するように設けられている。
【０１７０】
　本実施形態においては、凹凸領域５００ｃは、図１７に示すように、層間絶縁膜Ｓｚ２
の表面から、凸状に突き出るように形成された弾性部材７１ｃの頂面に形成されている。
たとえば、弾性部材７１ｃは、層間絶縁膜Ｓｚ２と同様な材料を用いて形成されている。
これにより、凹凸領域５００ｃは、ＴＦＴアレイ基板２０１に設けられたタッチ電極６２
ｔとの間において、所定のセンサギャップΔｄｃが介在するように形成されている。
【０１７１】
　そして、液晶配向膜ＨＭ２ｃは、図１７に示すように、このタッチ電極２５ｃが形成さ
れた表面上に配向材料を塗布することによって形成される。液晶配向膜ＨＭ２ｃは、凹凸
領域５００ｃの表面においては、凸部と凹部とが交互に設けられているので、配向材料が
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成膜されず、凸部の頂面に位置するタッチ電極２５ｃの表面が露出するように形成される
。
【０１７２】
（まとめ）
　以上のように、本実施形態は、実施形態１と同様に、タッチ電極２５ｃを凹凸領域５０
０ｃの表面に沿って形成している。このため、本実施形態においては、この部分の液晶配
向膜ＨＭ２ｃを除去する工程を別途実施せずに、凸部の頂面上においてタッチ電極６２ｔ
ｄの表面を露出させることができる。よって、本実施形態は、他の実施形態と同様に、製
造効率，歩留まりの向上が可能であって、製造コストが増加することを防止できる。また
、装置の信頼性を向上させることができる。
【０１７３】
　特に、本実施形態では、層間絶縁膜Ｓｚ２の表面から、凸状に突き出るように形成され
た弾性部材７１ｃの頂面に、凹凸領域５００ｃを形成している。このため、本実施形態で
は、液晶配向膜ＨＭ２ｃを形成するために塗布される塗布液が、この凹凸領域５００ｃの
頂面を被覆しにくい。よって、本実施形態は、上記の効果を、さらに好適に奏することが
できる。
【０１７４】
＜４．実施形態４＞
　以下より、本発明にかかる実施形態４について説明する。
【０１７５】
（液晶パネルの詳細構成）
　図１８は、本発明の実施形態４にかかる液晶パネル２００ｄの要部を示す図である。こ
こで、図１８は、本実施形態の液晶パネル２００ｄにおいて、表示領域ＰＡに設けられた
画素Ｐの概略を模式的に示す断面図である。
【０１７６】
　図１８に示すように、本実施形態においては、タッチセンサスイッチＳＷｓｄの構成が
、実施形態２と異なる。具体的には、図１８と図１５とを比較してわかるように、ＴＦＴ
アレイ基板２０１に形成されたタッチ電極６２ｔｄの部分が、実施形態２と異なる。この
点、および、これに関連する点を除き、実施形態２と同様である。このため、重複する箇
所については、説明を省略する。
【０１７７】
　図１８に示すように、ＴＦＴアレイ基板２０１において、タッチ電極６２ｔｄは、凹凸
領域５００ｄの表面を被覆するように設けられている。
【０１７８】
　本実施形態においては、凹凸領域５００ｄは、図１８に示すように、層間絶縁膜Ｓｚ１
の表面から、凸状に突き出るように形成された弾性部材７１ｄの頂面に形成されている。
たとえば、弾性部材７１ｄは、層間絶縁膜Ｓｚ１と同様な材料を用いて形成されている。
これにより、凹凸領域５００ｄは、対向基板２０２に設けられたタッチ電極２５ｂとの間
において、所定のセンサギャップΔｄｄが介在するように形成されている。
【０１７９】
　そして、液晶配向膜ＨＭ１ｄは、図１８に示すように、このタッチ電極６２ｔｄが形成
された表面上に配向材料を塗布することによって形成される。液晶配向膜ＨＭ１ｄは、凹
凸領域５００ｄの表面においては、凸部と凹部とが交互に設けられているので、配向材料
が成膜されず、凸部の頂面に位置するタッチ電極６２ｔｄの表面が露出している。
【０１８０】
（まとめ）
　以上のように、本実施形態は、実施形態２と同様に、タッチ電極６２ｔｄを凹凸領域５
００ｄの表面に形成している。このため、本実施形態においては、この部分の液晶配向膜
ＨＭ１ｄを除去する工程を別途実施せずに、凸部の頂面上においてタッチ電極６２ｔｄの
表面を露出させることができる。よって、本実施形態は、他の実施形態と同様に、製造効
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率，歩留まりの向上が可能であって、製造コストが増加することを防止できる。また、装
置の信頼性を向上させることができる。
【０１８１】
　特に、本実施形態では、層間絶縁膜Ｓｚ１の表面から、凸状に突き出るように形成され
た弾性部材７１ｄの頂面に、凹凸領域５００ｄが形成されている。このため、本実施形態
では、液晶配向膜ＨＭ１ｄを形成するために塗布される塗布液が、この凹凸領域５００ｄ
上を被覆されにくい。よって、本実施形態は、上記の効果を、さらに好適に奏することが
できる。
【０１８２】
＜５．実施形態５＞
　以下より、本発明にかかる実施形態５について説明する。
（液晶パネルの詳細構成）
　図１９は、本発明の実施形態５にかかる液晶パネル２００ｅの要部を示す図である。こ
こで、図１９は、本実施形態の液晶パネル２００ｅにおいて、表示領域ＰＡに設けられた
画素Ｐの概略を模式的に示す断面図である。
【０１８３】
　図１９に示すように、本実施形態においては、タッチセンサスイッチＳＷｓｅの構成が
、実施形態１と異なる。具体的には、図１９と図３とを比較してわかるように、対向基板
２０２に形成されたタッチ電極２５ｅが、実施形態１と異なる。また、ＴＦＴアレイ基板
２０１に形成されたタッチ電極６２ｔｅが、実施形態１と異なる。この点、および、これ
に関連する点を除き、実施形態１と同様である。このため、重複する箇所については、説
明を省略する。
【０１８４】
　対向基板２０２において、タッチ電極２５ｅは、図１９に示すように、実施形態１の場
合と同様に、層間絶縁膜Ｓｚ２上において、共通電極２３と一体であって同層になるよう
に形成されている。ここでは、タッチ電極２５ｅは、図１９に示すように、凹凸領域５０
０ｅの表面を被覆するように設けられている。
【０１８５】
　本実施形態においては、凹凸領域５００ｅは、図１９に示すように、層間絶縁膜Ｓｚ２
の表面に設けられた凹部領域７２ｅの底面に形成されている。つまり、層間絶縁膜Ｓｚ２
は、タッチ電極２５ｅが形成された凹凸領域５００ｅの表面が、この凹凸領域５００ｅ以
外の領域の表面よりも、高さが低くなるように形成されている。
【０１８６】
　たとえば、感光性材料からなる層間絶縁膜Ｓｚ２において凹凸領域５００ｅを形成する
部分を、フォトリソグラフィ技術によって除去することで、この凹凸領域５００ｅが設け
られる。この他に、たとえば、ナノインプリント法によって、この凹凸領域５００ｅを形
成しても良い。
【０１８７】
　そして、液晶配向膜ＨＭ２ｅは、図１９に示すように、共通電極２３およびタッチ電極
２５ｅが形成された表面上に配向材料を塗布することによって形成されている。本実施形
態では、実施形態１と同様に、凹凸領域５００ｅの表面は凸部と凹部とが交互に設けられ
ているので、凸部の頂面に配向材料が成膜されない。このため、この凸部上に位置するタ
ッチ電極２５ｅの表面が露出するように形成される。
【０１８８】
　ＴＦＴアレイ基板２０１において、タッチ電極６２ｔｅは、図１９に示すように、弾性
部材６３ｅの頂面を被覆するように設けられている。
【０１８９】
　図１９に示すように、弾性部材６３ｅは、層間絶縁膜Ｓｚ１上において、対向基板２０
２へ向かう方向へ、凸状に突出するように設けられている。
【０１９０】
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　本実施形態においては、弾性部材６３ｅは、タッチ電極６２ｔｅが被覆された状態にお
いて、柱スペーサＳＰと高さが同じになるように形成されている。
【０１９１】
（まとめ）
　以上のように、本実施形態は、実施形態１と同様に、タッチ電極２５ｅを凹凸領域５０
０ｅの表面に沿って形成している。このため、本実施形態においては、この部分の液晶配
向膜ＨＭ２ｅを除去する工程を別途実施せずに、凸部の頂面上においてタッチ電極２５ｅ
の表面を露出させることができる。よって、本実施形態は、製造効率，歩留まりの向上が
可能であって、製造コストが増加することを防止できる。また、装置の信頼性を向上させ
ることができる。
【０１９２】
　特に、本実施形態では、フォトリソグラフィ技術において露光量を調整することで凹凸
領域５００ｅの高さを高精度に調整可能であるので、センサギャップΔｄｅのバラツキを
抑制することができる。つまり、スピンコート法での塗布条件（回転数など）によって、
弾性部材６３ｅの高さを調整することで、センサギャップΔｄｅを規定することが、不要
になる。よって、本実施形態は、上記の効果を、さらに好適に奏することができる。
【０１９３】
　なお、上記においては、図１９に示すように、弾性部材６３ｅと柱スペーサＳＰとを、
別個に形成する場合について説明したが、これに限定されない。
【０１９４】
　図２０は、本発明にかかる実施形態５の変形例において、液晶パネル２００ｅｂの要部
を示す図である。ここで、図２０は、表示領域ＰＡに設けられた画素Ｐの概略を模式的に
示す断面図である。
【０１９５】
　図２０に示すように、弾性部材６３ｅと柱スペーサＳＰｅとを同一工程において形成し
てもよい。
【０１９６】
　具体的には、層間絶縁膜Ｓｚ１上に感光性樹脂膜（図示なし）を設けた後に、その感光
性樹脂膜をフォトリソグラフィ技術によって、弾性部材６３ｅと柱スペーサＳＰｅとの両
者にパターン加工する。そして、この後に、タッチ電極６２ｔｅ，画素電極６２ｐを形成
後、液晶配向膜ＨＭ１ｅを形成する。
【０１９７】
　このようにすることで、工程数を削減可能であるので、上記の効果を好適に奏すること
ができる。
【０１９８】
＜６．実施形態６＞
　以下より、本発明にかかる実施形態６について説明する。
（液晶パネルの詳細構成）
　図２１は、本発明の実施形態６にかかる液晶パネル２００ｆの要部を示す図である。こ
こで、図２１は、本実施形態の液晶パネル２００ｆにおいて、表示領域ＰＡに設けられた
画素Ｐの概略を模式的に示す断面図である。
【０１９９】
　図２１に示すように、本実施形態においては、タッチセンサスイッチＳＷｓｆの構成が
、実施形態２と異なる。具体的には、図２１と図１５とを比較してわかるように、対向基
板２０２に形成されたタッチ電極２５ｆが、実施形態２と異なる。また、ＴＦＴアレイ基
板２０１に形成されたタッチ電極６２ｔｆが、実施形態２と異なる。この点、および、こ
れに関連する点を除き、実施形態２と同様である。このため、重複する箇所については、
説明を省略する。
【０２００】
　対向基板２０２において、タッチ電極２５ｆは、図２１に示すように、実施形態２の場
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合と同様に、層間絶縁膜Ｓｚ２上において、共通電極２３と一体であって同層になるよう
に形成されている。ここでは、タッチ電極２５ｆは、図２１に示すように、弾性部材６３
ｆの頂面を被覆するように設けられている。
【０２０１】
　図２１に示すように、弾性部材６３ｆは、層間絶縁膜Ｓｚ２上において、ＴＦＴアレイ
基板２０１へ向かう方向へ、凸状に突出するように設けられている。
【０２０２】
　本実施形態においては、弾性部材６３ｆは、タッチ電極２５ｆが被覆された状態におい
て、柱スペーサＳＰと高さが同じになるように形成されている。
【０２０３】
　ＴＦＴアレイ基板２０１において、タッチ電極６２ｔｆは、図２１に示すように、凹凸
領域５００ｆの表面を被覆するように設けられている。
【０２０４】
　本実施形態においては、凹凸領域５００ｆは、図２１に示すように、層間絶縁膜Ｓｚ１
の表面に設けられた凹部領域７２ｆの底面に形成されている。つまり、層間絶縁膜Ｓｚ１
は、タッチ電極６２ｔｆが形成された凹凸領域５００ｆの表面が、この凹凸領域５００ｆ
以外の領域の表面よりも、高さが低くなるように形成されている。
【０２０５】
　たとえば、感光性材料からなる層間絶縁膜Ｓｚ１において凹凸領域５００ｆを形成する
部分を、フォトリソグラフィ技術によって除去することで、この凹凸領域５００ｆが設け
られる。この他に、たとえば、ナノインプリント法によって、この凹凸領域５００ｆを形
成しても良い。
【０２０６】
　そして、液晶配向膜ＨＭ１ｆは、図２１に示すように、画素電極６２ｐおよびタッチ電
極６２ｔｆが形成された表面上に配向材料を塗布することによって形成されている。本実
施形態では、実施形態２と同様に、凹凸領域５００ｆの表面は、凸部と凹部とが交互に設
けられているので、凸部の頂面に配向材料が成膜されない。このため、この凸部上に位置
するタッチ電極６２ｔｆの表面が露出するように形成される。
【０２０７】
（まとめ）
　以上のように、本実施形態は、実施形態２と同様に、タッチ電極６２ｔｆを凹凸領域５
００ｆの表面に沿って形成している。このため、本実施形態においては、この部分の液晶
配向膜ＨＭ１ｆを除去する工程を別途実施せずに、凸部の頂面上においてタッチ電極６２
ｔｆの表面を露出させることができる。よって、本実施形態は、製造効率，歩留まりの向
上が可能であって、製造コストが増加することを防止できる。また、装置の信頼性を向上
させることができる。
【０２０８】
　特に、本実施形態では、実施形態５と同様に、フォトリソグラフィ技術において露光量
を調整することで凹凸領域５００ｆの高さを高精度に調整可能であるので、センサギャッ
プΔｄｆのバラツキを抑制することができる。つまり、スピンコート法での塗布条件（回
転数など）によって、弾性部材６３ｆの高さを調整することで、センサギャップΔｄｆを
規定することが、不要になる。よって、本実施形態は、上記の効果を、さらに好適に奏す
ることができる。
【０２０９】
　なお、上記においては、図２１に示すように、弾性部材６３ｆと柱スペーサＳＰとを、
別個に形成する場合について説明したが、これに限定されない。
【０２１０】
　図２２は、本発明にかかる実施形態６の変形例において、液晶パネル２００ｆｂの要部
を示す図である。ここで、図２２は、表示領域ＰＡに設けられた画素Ｐの概略を模式的に
示す断面図である。
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【０２１１】
　図２２に示すように、弾性部材６３ｆと柱スペーサＳＰｆとを同一工程において形成し
てもよい。
【０２１２】
　具体的には、層間絶縁膜Ｓｚ２上に感光性樹脂膜（図示なし）を設けた後に、その感光
性樹脂膜をフォトリソグラフィ技術によって、弾性部材６３ｆと柱スペーサＳＰｆとの両
者にパターン加工する。そして、この後に、タッチ電極２５ｆ，共通電極２３を形成後、
液晶配向膜ＨＭ２ｆを形成する。
【０２１３】
　このようにすることで、工程数を削減可能であるので、上記の効果を好適に奏すること
ができる。
【０２１４】
＜７．実施形態７＞
　以下より、本発明にかかる実施形態７について説明する。
【０２１５】
（液晶パネルの詳細構成）
　図２３から図２５は、本発明の実施形態７にかかる液晶パネル２００ｇの要部を示す図
である。
【０２１６】
　ここで、図２３は、表示領域ＰＡに設けられた画素Ｐの概略を模式的に示す断面図であ
る。
【０２１７】
　また、図２４は、表示領域ＰＡに設けられた画素Ｐの概略を模式的に示す上面図である
。なお、図２３は、図２４のＸ１ｇ－Ｘ２ｇ部分について示しているが、図示の都合上、
適宜、部材の表示を省力又は簡略化している。
【０２１８】
　そして、図２５は、液晶パネル２００ｇの概略を示す回路図である。図２５では、互い
に隣接する画素Ｐの部分を示している。
【０２１９】
　図２３，図２４，図２５に示すように、本実施形態においては、タッチセンサスイッチ
ＳＷｓｇの構成が、実施形態２と異なる。この点、および、これに関連する点を除き、実
施形態２と同様である。このため、重複する箇所については、説明を省略する。
【０２２０】
　本実施形態においては、図２３に示すように、液晶パネル２００ｇは、タッチセンサス
イッチＳＷｓｇが内蔵されている。このタッチセンサスイッチＳＷｓｇは、図２３に示す
ように、タッチ電極６２ｔｇ，２５ｇを含む。
【０２２１】
　液晶パネル２００ｇを構成するＴＦＴアレイ基板２０１においては、図２３に示すよう
に、対向基板２０２に対向する側の面に、画素電極６２ｐの他に、タッチセンサスイッチ
ＳＷｓｇを構成する一方のタッチ電極６２ｔｇとが形成されている。
【０２２２】
　これに対して、液晶パネル２００ｇを構成する対向基板２０２においては、図２３に示
すように、ＴＦＴアレイ基板２０１に対向する側の面に、カラーフィルタ層２１および共
通電極２３の他に、タッチ電極２５ｇが形成されている。
【０２２３】
　液晶パネル２００ｇは、図２３に示した部材のほかに、図２４に示すように、ゲート線
ＧＬと信号線ＳＬとを含む。また、図２５に示すように、画素スイッチング素子３１と保
持容量素子ＣＳとを含む。ゲート線ＧＬと信号線ＳＬと画素スイッチング素子３１と保持
容量素子ＣＳとのそれぞれは、図２３，図２４では図示を省略しているが、液晶パネル２
００を構成するＴＦＴアレイ基板２０１に設けられている。
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【０２２４】
（Ａ）ＴＦＴアレイ基板２０１について
　ＴＦＴアレイ基板２０１に設けられた各部の詳細について示す。
【０２２５】
　ＴＦＴアレイ基板２０１において、画素電極６２ｐとタッチ電極６２ｔｇとのそれぞれ
は、図２３に示すように、ＴＦＴアレイ基板２０１にて対向基板２０２に対面する面上に
、層間絶縁膜Ｓｚを介して設けられている。画素電極６２ｐとタッチ電極６２ｔｇのそれ
ぞれは、いわゆる透明電極であって、たとえば、ＩＴＯを用いて形成されている。そして
、画素電極６２ｐとタッチ電極６２ｔｇのそれぞれは、一体になるように形成されており
、互いに電気的に接続している。
【０２２６】
　ここでは、画素電極６２ｐとタッチ電極６２ｔｇとは、図２４に示すように、ｘｙ面に
おいて、ゲート線ＧＬと信号線ＳＬとによって区画される複数の領域のそれぞれに対応す
るように、矩形パターンで形成されている。
【０２２７】
　具体的には、画素電極６２ｐは、図２３に示すように、カラーフィルタ層２１を構成す
る赤フィルタ層２１Ｒと緑フィルタ層２１Ｇと青フィルタ層２１Ｂとのそれぞれに対応す
るように設けられている。つまり、画素Ｐを構成する３つのサブ画素のそれぞれに対応す
るように、画素電極６２ｐが形成されている。ここでは、画素電極６２ｐのそれぞれは、
図２３に示すように、液晶層２０３を介して、共通電極２３に対面している。また、図２
５に示すように、画素電極６２ｐのそれぞれは、画素スイッチング素子３１の一方の端子
に電気的に接続されて、液晶層２０３に電位を与えるように構成されている。
【０２２８】
　これに対して、タッチ電極６２ｔｇは、図２３に示すように、たとえば、カラーフィル
タ層２１を構成する赤フィルタ層２１Ｒと緑フィルタ層２１Ｇとのそれぞれに対応するよ
うに、設けられている。つまり、画素Ｐを構成する３つのサブ画素のうち、２つのサブ画
素に対応するように、タッチ電極６２ｔｇが形成されている。ここでは、図２３に示すよ
うに、この２つのタッチ電極６２ｔｇのそれぞれは、液晶層２０３を介して、対向基板２
０２に設けられた１つのタッチ電極２５ｇに対面している。そして、このタッチ電極６２
ｔｇのそれぞれは、図２４に示すように、ゲート線ＧＬの上方に設けられている。そして
、図２５に示すように、タッチ電極６２ｔｇは、画素スイッチング素子３１のソースに電
気的に接続されている。
【０２２９】
　ＴＦＴアレイ基板２０１において、図２５に示す画素スイッチング素子３１と保持容量
素子ＣＳとのそれぞれは、図２３では図示を省略しているが、ＴＦＴアレイ基板２０１に
て対向基板２０２に対向する側の面上に形成されている。そして、画素スイッチング素子
３１と保持容量素子ＣＳとのそれぞれは、層間絶縁膜Ｓｚによって被覆されている。
【０２３０】
　ここで、画素スイッチング素子３１は、図２５に示すように、トランジスタであって、
たとえば、ポリシリコンを用いたＴＦＴとして構成されている。このＴＦＴである画素ス
イッチング素子３１は、図２５に示すように、ゲートが、ゲート線ＧＬに電気的に接続さ
れている。そして、ドレインが、信号線ＳＬに電気的に接続されている。そして、ソース
が、画素電極６２ｐと、タッチ電極６２ｔｇとのそれぞれに接続されている。
【０２３１】
　そして、保持容量素子ＣＳは、図２５に示すように、一方の電極が、画素スイッチング
素子３１のソースに電気的に接続されている。そして、図２５に示すように、他方の電極
が、保持容量線ＣＳＬに電気的に接続されている。
【０２３２】
　ＴＦＴアレイ基板２０１において、図２４，図２５に示すゲート線ＧＬと信号線ＳＬと
のそれぞれは、図２３では図示を省略しているが、ＴＦＴアレイ基板２０１にて対向基板
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２０２に対向する側の面上に設けられている。そして、ゲート線ＧＬと信号線ＳＬとのそ
れぞれは、層間絶縁膜Ｓｚによって被覆されている。
【０２３３】
　ここで、ゲート線ＧＬは、図２４，図２５に示すように、ｘｙ面において、ｘ方向に延
在するように設けられている。そして、ゲート線ＧＬは、図２５に示すように、画素スイ
ッチング素子３１のゲートに電気的に接続されている。この他に、ゲート線ＧＬは、図２
に示した垂直駆動回路１１に電気的に接続されており、垂直駆動回路１１から走査信号Ｖ
ｇａｔｅを画素スイッチング素子３１のゲートに供給する。
【０２３４】
　そして、信号線ＳＬは、図２４，図２５に示すように、ｘｙ面において、ｙ方向に延在
するように設けられている。そして、信号線ＳＬは、図２５に示すように、画素スイッチ
ング素子３１のドレインに電気的に接続されている。この他に、信号線ＳＬは、図２５に
示すように、水平駆動回路１２に電気的に接続するように構成されている。
【０２３５】
　本実施形態では、水平駆動回路１２は、図２５に示すように、書き込み回路ＷＣと、読
み出し回路ＲＣとを含む。また、信号線ＳＬは、図２５に示すように、書き込み回路ＷＣ
および読み出し回路ＲＣの両者に接続する第１信号線ＳＬ１と、書き込み回路ＷＣのみに
接続する第２信号線ＳＬ２とを含む。
【０２３６】
　第１信号線ＳＬ１は、書き込み回路ＷＣとの間に、スイッチＳＷｗ１が介在しており、
スイッチＳＷｗ１がオン状態になったときに、書き込み回路ＷＣに電気的に接続するよう
に構成されている。また、第１信号線ＳＬ１は、読み出し回路ＲＣとの間に、スイッチＳ
Ｗｒが介在しており、スイッチＳＷｒがオン状態になったときに、読み出し回路ＲＣに電
気的に接続する。この第１信号線ＳＬ１は、カラーフィルタ層２１のうち、たとえば、赤
フィルタ層２１Ｒに対応するサブ画素に接続するように設けられている。
【０２３７】
　一方で、第２信号線ＳＬ２は、書き込み回路ＷＣとの間でスイッチＳＷｗ２を介在して
電気的に接続するように構成されている。しかし、第２信号線ＳＬ２は、第１信号線ＳＬ
１と異なり、読み出し回路ＲＣとの間とは電気的に接続しないように構成されている。こ
の第２信号線ＳＬ２は、カラーフィルタ層２１のうち、たとえば、緑フィルタ層２１Ｇに
対応するサブ画素に接続するように設けられている。
【０２３８】
　なお、図示を省略しているが、画素Ｐにおいては、カラーフィルタ層２１のうち、青フ
ィルタ層２１Ｂに対応するサブ画素に接続するように、第３信号線（図示無し）が設けら
れている。この第３信号線は、第２信号線ＳＬ２と同様に、書き込み回路ＷＣとの間でス
イッチを介在して電気的に接続するように構成されている。
【０２３９】
　この他に、ＴＦＴアレイ基板２０１においては、図２３に示すように、液晶配向膜ＨＭ
１ｇが画素電極６２ｐ上に設けられている。液晶配向膜ＨＭ１ｇは、ポリイミドによって
形成されている。
【０２４０】
　本実施形態においては、この液晶配向膜ＨＭ１ｇは、タッチ電極６２ｔｇの表面が露出
するように形成されている。
【０２４１】
　詳細については後述するが、図２３，図２４に示すように、層間絶縁膜Ｓｚにおいては
、隣合う一対のタッチ電極６２ｔｇの間に、凹状の溝ＴＲが設けられている。画素電極６
２ｐ上に液晶配向膜ＨＭ１ｇを塗布して形成する際には、塗布液が、その溝ＴＲに入るの
で、その溝ＴＲの近傍のタッチ電極６２ｔｇの上面においては、その塗布膜が被覆されな
い。このため、図２３に示すように、画素電極６２ｐ上を液晶配向膜ＨＭ１ｇが被覆する
が、タッチ電極６２ｔｇの表面が露出するように、液晶配向膜ＨＭ１ｇが形成される。
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【０２４２】
（Ｂ）対向基板２０２について
　対向基板２０２に設けられた各部の詳細について示す。
【０２４３】
　対向基板２０２において、カラーフィルタ層２１は、図２３に示すように、対向基板２
０２にてＴＦＴアレイ基板２０１に対向する側の面に形成されている。ここでは、カラー
フィルタ層２１は、赤フィルタ層２１Ｒと緑フィルタ層２１Ｇと青フィルタ層２１Ｂとの
３原色のフィルタを１組として画素Ｐごとに設けられており、それぞれの色が、ｘ方向に
並ぶように形成されている。カラーフィルタ層２１は、たとえば、顔料や染料などの着色
剤を含有するポリイミド樹脂を用いて形成されている。このカラーフィルタ層２１におい
ては、バックライト３００から照射された白色光が、各色に着色されて出射される。
【０２４４】
　対向基板２０２において、共通電極２３は、図２３に示すように、対向基板２０２にて
ＴＦＴアレイ基板２０１に対面する側の面に形成されている。ここで、共通電極２３は、
カラーフィルタ層２１を被覆するように形成されている。共通電極２３は、いわゆる透明
電極であって、たとえば、ＩＴＯを用いて形成されている。そして、共通電極２３は、図
２５に示すように、Ｖｃｏｍ線ＣＬに電気的に接続されており、共通電位が印加される。
つまり、共通電極２３は、表示領域ＰＡにおいて、複数の画素Ｐに対応するように形成さ
れた複数の画素電極６２ｐのそれぞれに対向しており、各画素Ｐにおいて共通な電極とし
て機能するように構成されている。
【０２４５】
　そして、共通電極２３上においては、図２３と図２４とに示すように、液晶配向膜ＨＭ
２ｇが設けられている。ここでは、共通電極２３の表面全面を被覆するように、液晶配向
膜ＨＭ２ｇが設けられている。たとえば、液晶配向膜ＨＭ２ｇは、スピンコート法によっ
て、ポリイミドを成膜することで形成される。凸部ＣＯの表面については、ポリイミドが
成膜されず、タッチ電極２５ｇの表面が露出するように構成されている。
【０２４６】
　対向基板２０２において、タッチ電極２５ｇは、図２３に示すように、対向基板２０２
にてＴＦＴアレイ基板２０１に対面する側の面に形成されている。そして、このタッチ電
極２５ｇは、図２５に示すように、ＴＦＴアレイ基板２０１にて隣接するように設けられ
た２つのタッチ電極６２ｔｇの両者に接触し、その両者を電気的に接続するように、構成
されている。つまり、液晶パネル２００ｇが外圧によって変形した際には、タッチ電極２
５ｇが、対向する２つのタッチ電極６２ｔｇのそれぞれに接触し、その２つのタッチ電極
６２ｔｇの間を電気的に接続するように構成されている。
【０２４７】
　本実施形態においては、タッチ電極２５ｇは、図２３に示すように、凸部ＣＯ上に設け
られている。
【０２４８】
　図２３に示すように、凸部ＣＯは、対向基板２０２にてＴＦＴアレイ基板２０１に対向
する面上において、ＴＦＴアレイ基板２０１に対向する方向へ凸状に突出するように形成
されている。ここでは、図２３に示すように、凸部ＣＯは、セルギャップを保持する柱ス
ペーサＳＰよりも、高さが低くなるように形成されている。
【０２４９】
　また、凸部ＣＯは、図２３に示すように、順テーパー形状になるように形成されている
。つまり、凸部ＣＯは、対向基板２０２からＴＦＴアレイ基板２０１へ向かう方向におい
て、ｘ方向にて規定される幅が、狭くなるように形成されている。そして、凸部ＣＯは、
弾性体であって、たとえば、アクリル系樹脂や、ノボラック系樹脂を用いて形成されてい
る。
【０２５０】
　また、この凸部ＣＯは、ｘｙ面に沿って平坦な平坦領域ＨＲが、ＴＦＴアレイ基板２０
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１に対向する頂面に設けられている。
【０２５１】
　そして、タッチ電極２５ｇは、この凸部ＣＯ上において平坦領域ＨＲ以外の領域に形成
されず、平坦領域ＨＲ上に孤立パターンとして形成されている。
【０２５２】
（Ｃ）液晶層２０３について
　液晶層２０３について示す。
【０２５３】
　液晶層２０３は、図２３に示すように、ＴＦＴアレイ基板２０１と対向基板２０２との
間にて挟持されている。
【０２５４】
　ここでは、液晶層２０３は、ＴＦＴアレイ基板２０１に形成された液晶配向膜ＨＭ１ｇ
と、対向基板２０２に形成された液晶配向膜ＨＭ２ｇとによって、液晶分子（図示なし）
が配向されている。たとえば、液晶分子が垂直配向するように液晶層２０３が形成されて
いる。つまり、液晶表示モードが、ＶＡ（Ｖｅｒｔｉｃａｌ　Ａｌｉｇｎ）モードになる
ように、液晶層２０３が形成されている。この他に、ＴＮ（Ｔｗｉｓｔｅｄ　Ｎｅｍａｔ
ｉｃ）モード、ＥＣＢ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　Ｂｉｒｅｆ
ｒｉｎｇｅｎｃｅ）モードに対応するように、液晶層２０３を形成しても良い。
【０２５５】
（動作）
　以下より、上記の液晶表示装置１００において、ユーザーの指などの被検知体が液晶パ
ネル２００ｇの表示領域ＰＡに接触した位置を検出する際の動作について説明する。
【０２５６】
　接触位置の検出の際には、まず、プリチャージを行う。
【０２５７】
　ここでは、下記のようなプリチャージを実施するように、制御部４０１が各部を制御す
る。
【０２５８】
　具体的には、図２５に示すように、Ｖｃｏｍ線ＣＬに印加される電圧（Ｖｃｏｍ）に対
して反対の極性の電圧（ｘＶｃｏｍ）を、スイッチＳＷｗ１を介して、第１信号線ＳＬ１
に予め印加する。また、さらに、Ｖｃｏｍ線ＣＬに印加される電圧（Ｖｃｏｍ）と同極性
の電圧（Ｖｃｏｍ）を、スイッチＳＷｗ２を介して、第２信号線ＳＬ２に予め印加する。
この後、第１信号線ＳＬ１側のスイッチＳＷｗ１をオフ状態にして、第１信号線ＳＬ１を
、電気的にフローティング状態にする。
【０２５９】
　つぎに、液晶パネル２００ｇにおいて被検知体が接触した接触位置の検出を行う。
【０２６０】
　ここでは、下記のような接触位置の検出動作を実施するように、制御部４０１が各部を
制御する。
【０２６１】
　具体的には、上記のプリチャージの実施後に、ゲート線ＧＬのゲート電圧を活性レベル
（本例では、ハイレベル）に遷移させるように信号を供給することで、２つのタッチ電極
６２ｔｇのそれぞれに接続している各画素スイッチング素子３１をオン状態にする。そし
て、第１信号線ＳＬ１に接続されたスイッチＳＷｒをオン状態にして、第１信号線ＳＬ１
からセンサ信号を読み出し回路ＲＣに出力する。そして、その読み出し回路ＲＣにおいて
読み出したセンサ信号に基づいて、接触位置の検出を行う。
【０２６２】
　たとえば、被検知体が液晶パネル２００ｇに触れて、タッチ電極２５ｇが２つのタッチ
電極６２ｔｇに接触した場合には、図２５から判るように、タッチセンサスイッチＳＷｓ
ｇがオン状態になる。この場合には、２つのタッチ電極６２ｔｇが電気的に接続されて短
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絡する。このため、上記のようにプリチャージがされた第１信号線ＳＬ１と第２信号線Ｓ
Ｌ２との間においては、第２信号線ＳＬ２から第１信号線ＳＬ１へタッチセンサスイッチ
ＳＷｓｇを介して電流が流れる。よって、フローティング状態にある第１信号線ＳＬ１は
、電位が変化する。
【０２６３】
　一方で、液晶パネル２００ｇに外圧が印加されず、２つのタッチ電極６２ｔｇへタッチ
電極２５ｇが接触せずにタッチセンサスイッチＳＷｓｇがオフ状態である場合には、図２
５に示すように、２つのタッチ電極６２ｔｇは、上記と異なり、電気的に短絡しない。こ
のため、第１信号線ＳＬ１と第２信号線ＳＬ２との間においては電流が流れないので、フ
ローティング状態にある第１信号線ＳＬ１は、電位の変化が生じない。
【０２６４】
　このように、被検知体の接触の有無に応じて、第１信号線ＳＬ１の電位が異なる。この
ため、第１信号線ＳＬ１の電位に基づいて、液晶パネル２００ｇにおいて被検知体が接触
した接触位置の検出を、位置検出部４０２が実施する。
【０２６５】
　液晶表示装置１００においては、上記の位置検出動作の他に、画像表示動作が行われる
。ここでは、位置検出動作と、画像表示動作とが、交互に繰り返して実施される。
【０２６６】
　画像表示を行う際には、ゲート線ＧＬから走査信号を画素スイッチング素子３１のゲー
トへ供給し、画素スイッチング素子３１のスイッチング動作を制御する。そして、書き込
み回路ＷＣから、書込みスイッチＳＷｗ１，ＳＷｗ２，信号線ＳＬ，画素スイッチング素
子３１を順次介して、映像信号を画素電極６２ｐへ書き込むことで、画像表示を実施する
。
【０２６７】
　図２６は、本発明の実施形態７にかかる液晶表示装置において、被検知体Ｆが液晶パネ
ル２００ｇの表示領域ＰＡに接触した際の様子を示す断面図である。図２６では、要部を
示しており、一部の部材については、表示を省略している。
【０２６８】
　対向基板２０２において液晶層２０３とは反対側の面に被検知体が接触して、対向基板
２０２が押された場合には、図２６（ａ），（ｂ）にて示すように、対向基板２０２が変
形してＴＦＴアレイ基板２０１の側へ移動する。このとき、この対向基板２０２の変形に
伴って、対向基板２０２において液晶層２０３側の面に設けられたタッチ電極２５ｇが、
ＴＦＴアレイ基板２０１の側へ移動される。そして、このタッチ電極２５ｇは、ＴＦＴア
レイ基板２０１に設けられた２つのタッチ電極６２ｔｇに接触する。このように、対向基
板２０２に設けられたタッチ電極２５ｇが、ＴＦＴアレイ基板２０１に設けられたタッチ
電極６２ｔｇに接触することで、タッチセンサスイッチＳＷｓｇがオン状態になる。
【０２６９】
　つまり、液晶パネル２００ｇにおいて、押圧力が作動開始圧以上であるタッチ動作がさ
れた場合には、センサギャップが縮小し、両方の基板２０１，２０２のタッチ電極２５ｇ
，６２ｔが接触し、タッチセンサスイッチＳＷｓｇがオン状態になる。
【０２７０】
　図２６（ｂ）に示すように、上方のタッチ電極２５ｇが、下方に設けられた２つのタッ
チ電極６２ｔｇのそれぞれに接触したときは、その押圧によって、凸部ＣＯが変形する。
このため、タッチ電極２５ｇが凸部ＣＯ上において平坦領域ＨＲ以外にも設けられている
場合には、凸部ＣＯの変形によって、タッチ電極２５ｇに破断が生ずる場合がある。
【０２７１】
　しかし、本実施形態では、図２６に示すように、タッチ電極２５ｇは、凸部ＣＯ上にお
いて、平坦領域ＨＲ以外の領域に形成されず、平坦領域ＨＲ上に孤立パターンとして形成
されている。
【０２７２】
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　このため、本実施形態では、凸部ＣＯ上に形成されたタッチ電極２５ｇが破断すること
を防止することができる。
【０２７３】
（製造方法）
　以下より、上記の液晶表示装置の要部である液晶配向膜ＨＭ１ｇを形成する方法につい
て説明する。
【０２７４】
　図２７は、本発明の実施形態７にかかる液晶表示装置１００において、液晶配向膜ＨＭ
１ｇを形成する工程を示す断面図である。図２７では、要部を示しており、一部の部材に
ついては、表示を省略している。
【０２７５】
　まず、図２７（ａ）に示すように、層間絶縁膜Ｓｚを形成する。
【０２７６】
　ここでは、たとえば、感光性樹脂（図示なし）を塗布することによって、この層間絶縁
膜Ｓｚを形成する。たとえば、ポジ型の感光性であるアクリル樹脂を塗布後、プリベーク
処理を実施することで、層間絶縁膜Ｓｚを形成する。
【０２７７】
　つぎに、図２７（ｂ）に示すように、画素電極６２ｐおよびタッチ電極６２ｔｇを形成
する。
【０２７８】
　ここでは、層間絶縁膜Ｓｚの表面に、透明な導電膜を成膜後、パターン加工することで
、画素電極６２ｐおよびタッチ電極６２ｔｇを形成する。たとえば、スパッタリング法に
よって、ＩＴＯを成膜した後に、フォトリソグラフィ技術を用いてパターン加工すること
で、画素電極６２ｐおよびタッチ電極６２ｔｇを形成する。
【０２７９】
　つぎに、図２７（ｃ）に示すように、層間絶縁膜Ｓｚに溝ＴＲを形成する。
【０２８０】
　ここでは、フォトリソグラフィ技術によって、感光性樹脂からなる層間絶縁膜Ｓｚをパ
ターン加工することで、溝ＴＲを形成する。
【０２８１】
　具体的には、マスクパターンが形成されたフォトマスクを用いて露光処理を実施する。
この露光処理では、溝を形成する部分へ、露光光を照射する。
【０２８２】
　そして、この露光処理の実施後に、現像処理を実施する。この後、ベーク処理の実施に
よって、層間絶縁膜Ｓｚ中の残留溶剤や低分子の未重合成分を揮発させる。このようにす
ることで、図２７（ｃ）に示すように、層間絶縁膜Ｓｚに溝ＴＲを形成する。
【０２８３】
　つぎに、図２３に示すように、液晶配向膜ＨＭ１ｇを形成する。
【０２８４】
　ここでは、画素電極６２ｐおよびタッチ電極６２ｔｇ上に、配向膜の材料を含む塗布液
を塗布し成膜することによって、液晶配向膜ＨＭ１ｇを形成する。たとえば、配向膜の材
料としてポリイミドが溶解された塗布液を、スピンコート法によって塗布する。そして、
プリベーク処理の実施によって、塗布膜中の溶媒を揮発させた後、さらに、ベーク処理を
実施して、残留溶剤を除去する。
【０２８５】
　図２３に示すように、一対のタッチ電極６２ｔｇの間には溝ＴＲが設けられているので
、配向膜の材料を含む塗布液を塗布したときには、その塗布液が溝ＴＲに入り、その溝Ｔ
Ｒの近傍のタッチ電極６２ｔｇの上面を、その塗布膜が被覆するように形成されない。つ
まり、表面張力や重力の影響によって塗布液が溝ＴＲに入るので、タッチ電極６２ｔｇの
上面の溝ＴＲの近傍は、塗布膜が形成されない。このため、図２３に示すように、画素電
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極６２ｐ上を液晶配向膜ＨＭ１ｇが被覆するが、タッチ電極６２ｔｇの表面が露出するよ
うに、液晶配向膜ＨＭ１ｇが形成される。
【０２８６】
　上記のように液晶配向膜ＨＭ１ｇを形成した後には、配向処理を実施する。たとえば、
ラビング処理によって配向処理を実施する。この他に、光配向処理、イオンビーム配向処
理、グレーティング配向処理などの配向処理を実施しても良い。なお、たとえば、液晶配
向膜ＨＭ１ｇが、垂直配向を誘起するものである場合であって、液晶パネル２００を垂直
配向モードにする場合には、配向処理を別途実施する必要はない。
【０２８７】
　そして、図２３に示したように、各部が形成された対向基板２０２と、ＴＦＴアレイ基
板２０１とを貼り合わせる。その後、ＴＦＴアレイ基板２０１と対向基板２０２との間に
、液晶材料を注入して液晶層２０３を設けることによって、液晶パネル２００ｇを形成す
る。
【０２８８】
（まとめ）
　以上のように、本実施形態において、液晶パネル２００ｇは、外圧によって変形してタ
ッチ電極２５ｇが、一対のタッチ電極６２ｔｇのそれぞれに接触して、この一対のタッチ
電極６２ｔｇの間が電気的に接続するように構成されている。ここでは、ＴＦＴアレイ基
板２０１のタッチ電極６２ｔｇは、凹状の溝ＴＲが設けられた層間絶縁膜（下地層）Ｓｚ
が、ＴＦＴアレイ基板２０１との間に設けられている。そして、液晶配向膜ＨＭ１ｇにつ
いては、そのタッチ電極６２ｔｇが形成された表面上に配向材料を含む塗布液を塗布した
際に、凹状の溝ＴＲに当該塗布液が入ることによって、タッチ電極６２ｔｇの上面を被覆
せずに露出するように形成する。具体的には、層間絶縁膜（下地層）Ｓｚは、一対のタッ
チ電極６２ｔｇの間に溝ＴＲが位置するように設け、一対のタッチ電極６２ｔｇは、その
溝ＴＲの近傍の表面が液晶配向膜ＨＭ１ｇによって被覆されずに露出するように形成され
る。
【０２８９】
　このため、本実施形態においては、タッチ電極６２ｔｇの表面から液晶配向膜ＨＭ１ｇ
を除去する工程を別途実施せずに、タッチ電極６２ｔｇの表面を露出させることができる
。よって、本実施形態は、製造効率，歩留まりの向上が可能であって、製造コストが増加
することを防止できる。また、装置の信頼性を向上させることができる。
【０２９０】
　また、本実施形態においては、対向基板２０２において、ＴＦＴアレイ基板２０１に対
向するｘｙ面上に、凸部ＣＯが形成されている。ここでは、凸部ＣＯにおいてＴＦＴアレ
イ基板２０１に対向する頂面に、平坦領域ＨＲを設ける。そして、タッチセンサスイッチ
ＳＷｓｇを構成するタッチ電極２５ｇを、その凸部ＣＯ上において平坦領域ＨＲ以外の領
域に形成せずに、平坦領域ＨＲ上に孤立パターンとして形成する。よって、上述したよう
に、繰り返し使用においてタッチ電極２５ｇが破断することを防止可能であるので、装置
の信頼性を向上することができる。
【０２９１】
　本実施形態では、タッチセンサスイッチＳＷｓｇは、液晶パネル２００ｇが外圧によっ
て変形したとき、１つのタッチ電極２５ｇが、２つのタッチ電極６２ｔｇの両者に接触し
、その２つのタッチ電極６２ｔｇの間を電気的に接続するように構成されている。
【０２９２】
　つまり、本実施形態のタッチセンサスイッチＳＷｓｇは、１点接触式ではなく、２点接
触式である。１点接触式の場合には、その１点の接触位置に導電性の異物が存在して、常
時、短絡した状態になった場合、位置検出が困難になる。しかし、タッチセンサスイッチ
ＳＷｓｇは、２点接触式であるので、上部にある１つのタッチ電極２５ｇと、下部にある
２つのタッチ電極６２ｔｇの一方との間で短絡が生じても、外圧が加わらなければ、下部
の２つのタッチ電極６２ｔｇ間はオープンな状態を維持できる。
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【０２９３】
　したがって、本実施形態は、位置検出を的確に実施することができる。
【０２９４】
　なお、本実施形態においては、凸部ＣＯは、テーパー形状であり、そのテーパー角θが
、７０°以下になるように形成することが好適である。テーパー角が、この角度を超える
場合は、凸部ＣＯの変位量が大きくなり、タッチ電極２５ｇが破損する不具合が生ずる場
合がある。
【０２９５】
　図２８は、本発明の実施形態７において、凸部のテーパー角θと、変位量ｘ（ｍ）との
関係を示す図である。ここでは、ＦＥＭ構造解析シミュレータであるＡＮＳＹＳを用いて
、凸部ＣＯの変位量について、シミュレーションをした結果について示している。このシ
ミュレーションにおいては、ヤング率が３．５ＧＰａであって、ポアソン比が、０．３８
である場合を、凸部ＣＯのセンター条件としている。また、凸部ＣＯの底面のサイズを、
３５μｍ×１５μｍとし、その高さを２．５μｍとしている。そして、凸部の上端部分が
変形する距離を、変位量として、シミュレーションを実施した結果を示している。また、
図２８において、「圧力」は、シミュレーションにおいて印加する圧力を示している。
【０２９６】
　また、図２９は、本発明の実施形態７において、テーパー角θに応じて凸部ＣＯが変形
する様子を示す断面図である。
【０２９７】
　上記のようなシミュレーションを実施したところ、図２８に示すように、テーパー角θ
が６８°の場合において、変位量ｘ（ｍ）が最も小さかった。そして、７８°～９０°の
場合には、変位量ｘ（ｍ）が大きかった。ここでは、凸部ＣＯのテーパー角θを、９０°
から４５°へ低下するに伴って、凸部の側面が横方向へ変形した状態から、頂面が陥没し
た状態に変化する結果を得た。
【０２９８】
　具体的には、図２９（ａ）に示すように、凸部がテーパー形状でない（テーパー角θ＝
９０°）場合、外圧によって、凸部の側面が横方向へ変形した。ここでは、凸部ＣＯの底
部においては、変形が小さいが、頂面部分においては、外側に広がるように変形し、その
変形が大きくなる。このように、テーパー形状でない場合には、凸部ＣＯの頂面に形成さ
れたタッチ電極２５ｇは、横方向に広がる引張応力が印加されるので、破損が生ずる場合
がある。
【０２９９】
　一方で、図２９（ｂ）に示すように、テーパー形状の場合には、外圧によって、凸部の
側面が横方向へ変形しにくく、頂面が陥没するように変形させることができる。特に、凸
部ＣＯのテーパー角θを７０°以下にすることで、頂面が陥没するように変形させること
が容易に可能であって、図２８に示すように、凸部ＣＯの変位量を抑制可能である。この
ため、この場合には、凸部ＣＯの頂面に形成されたタッチ電極２５ｇは、横方向に広がる
引張応力がほとんど印加されないので、破損を効果的に防止できる。
【０３００】
　また、図２９（ｂ）に示すように、凸部ＣＯにてテーパー領域ＴＰが存在する幅Ｌ１と
等しい距離以上、テーパー領域ＴＰの内側に離れた領域に、タッチ電極２５ｇを形成する
ことが好適である。すなわち、タッチ電極２５ｇの端部と、凸部ＣＯの頂面がテーパー状
に傾斜する側面に変曲する際の変曲点との間の距離Ｌ２を、その変曲点と、その側面が対
向基板２０２側に位置する端部の点との間の幅Ｌ１以上にすることが好適である。このよ
うにすることで、図２９（ｂ）に示したように、この領域は、外圧によって凸部ＣＯの頂
面が陥没する。このため、この領域域内に形成されたタッチ電極２５ｇは、応力の集中が
されにくいので、破損の発生を防止することができる。
【０３０１】
　この他に、凸部ＣＯは、ヤング率が、１～５ＧＰａであって、ポアソン比が、０．３６
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～０．４０の範囲内になるように形成することが好適である。
【０３０２】
　ポアソン比が、０．３８である場合を、凸部ＣＯのセンター条件として、上記と同様に
、シミュレーションを実施したところ、上記のポアソン比の範囲において、変位量が、変
化しない結果を得た。また、ヤング率が、３．５ＧＰａである場合を、凸部ＣＯのセンタ
ー条件として、上記と同様に、シミュレーションを実施したところ、上記のポアソン比の
範囲において、変位量が、変化しない結果を得た。よって、上記範囲が、好適である。
【０３０３】
（変形例）
　なお、上記においては、図２３，図２４に示したように、ＴＦＴアレイ基板２０１にお
いては、画素電極６２ｐとタッチ電極６２ｔｇとを、１つの膜として一体的に形成する場
合について説明したが、これに限定されない。つまり、画素電極６２ｐとタッチ電極６２
ｔｇとが、物理的および電気的に接続するように形成する場合について示したが、物理的
に分離するように形成しても良い。
【０３０４】
（変形例１）
　図３０は、本発明にかかる実施形態７の変形例として、ＴＦＴアレイ基板２０１に形成
されたタッチ電極６２ｔｇと、対向基板２０２に形成されたタッチ電極２５ｇとを示す図
である。図３０において、（ａ）は、ＴＦＴアレイ基板２０１において、タッチ電極６２
ｔｇが形成された部分を拡大して示す平面図である。また、（ｂ）は、対向基板２０２に
おいて、タッチ電極２５ｇが形成された部分を拡大して示す平面図である。
【０３０５】
　図３０（ａ）に示すように、ＴＦＴアレイ基板２０１のタッチ電極６２ｔｇについては
、画素電極６２ｐ（図３０では図示なし）と物理的に分離するように形成してもよい。そ
して、図３０（ａ）と（ｂ）とに示すように、ＴＦＴアレイ基板２０１の各タッチ電極６
２ｔｇについては、対向基板２０２に形成されているタッチ電極２５ｇと、ｙ方向におい
て規定される幅Ｈ１，Ｈ２が、同じになるように形成する。
【０３０６】
　本変形例では、図３０（ａ）に示すように、ＴＦＴアレイ基板２０１において、一対の
タッチ電極６２ｔｇを、実施形態７の場合と同様に、溝ＴＲを挟んでｘ方向に並ぶように
形成する。
【０３０７】
　このため、図２３に示した場合と同様に、一対のタッチ電極６２ｔｇの間には溝ＴＲが
設けられているので、配向膜の材料を含む塗布液を塗布したときには、その塗布液が溝Ｔ
Ｒに入る。よって、上記の実施形態と同様に、この溝ＴＲの近傍においては、タッチ電極
６２ｔｇの表面が露出するように、液晶配向膜ＨＭ１ｇが形成される。
【０３０８】
　したがって、本変形例においては、上述した本実施形態と同様な作用・効果を奏するこ
とができる。
【０３０９】
（変形例２）
　図３１は、本発明にかかる実施形態７の変形例として、ＴＦＴアレイ基板２０１に形成
されたタッチ電極６２ｔｇを示す図である。図３１においては、ＴＦＴアレイ基板２０１
において、タッチ電極６２ｔｇが形成された平面部分を、拡大して示している。
【０３１０】
　図３１に示すように、溝ＴＲの構成については、上述した実施形態の場合に限定されな
い。
【０３１１】
　たとえば、図３１に示すように、ＴＦＴアレイ基板２０１の面（ｘｙ面）において、一
対のタッチ電極６２ｔｇがｘ方向に並ぶ間に、溝ＴＲ１を形成すると共に、この他の位置
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に、溝ＴＲ２，ＴＲ３を、別途、形成してもよい。ここでは、図３１に示すように、ＴＦ
Ｔアレイ基板２０１の面（ｘｙ面）において、ｘ方向に並ぶ一対のタッチ電極６２ｔｇを
、ｘ方向に直線状に延在する一対の溝ＴＲ２，ＴＲ３が、ｙ方向で挟むように、溝ＴＲ２
，ＴＲ３を形成しても良い。
【０３１２】
　この場合には、一対のタッチ電極６２ｔｇを区画するｘ方向に延在する辺の部分が、ｘ
方向に直線状に延在する一対の溝ＴＲ２，ＴＲ３の近傍に位置するので、配向膜の材料を
含む塗布液を塗布したときには、その塗布液が、これらの溝ＴＲ２，ＴＲ３に入る。よっ
て、このｘ方向に延在する溝ＴＲ２，ＴＲ３の近傍においては、タッチ電極６２ｔｇの表
面が露出するように、液晶配向膜ＨＭ１ｇが形成される。
【０３１３】
　したがって、本変形例においては、上述した本実施形態と同様な作用・効果を奏するこ
とができる。
【０３１４】
（変形例３）
　図３２は、本発明にかかる実施形態７の変形例として、対向基板２０２に形成されたタ
ッチ電極２５ｇを示す図である。図３２では、対向基板２０２において、タッチ電極２５
ｇが形成された平面部分を拡大して示している。
【０３１５】
　図３２に示すように、対向基板２０２に形成されているタッチ電極２５ｇと、ＴＦＴア
レイ基板２０１の各タッチ電極６２ｔｇとにおいて、ｙ方向において規定される幅Ｈ１，
Ｈ２は、同じでなくても良い。対向基板２０２のタッチ電極２５ｇについては、ｙ方向で
規定される幅Ｈ１が、ＴＦＴアレイ基板２０１の各タッチ電極６２ｔｇの幅Ｈ２よりも広
い方が好ましい。
【０３１６】
　図３３は、本発明にかかる実施形態７の変形例３の作用・効果を説明するための図であ
る。図３３において、（ａ）は、対向基板２０２に形成されたタッチ電極２５ｇと、ＴＦ
Ｔアレイ基板２０１の各タッチ電極６２ｔｇとが、接触したときの様子を示す側面図であ
る。そして、（ｂ）は、変形例１の場合において、対向基板２０２に形成されたタッチ電
極２５ｇと、ＴＦＴアレイ基板２０１の各タッチ電極６２ｔｇとが接触し、タッチ電極２
５ｇに破損が生じた場合の様子を示す平面図である。そして、（ｃ）は、変形例３の場合
において、対向基板２０２に形成されたタッチ電極２５ｇと、ＴＦＴアレイ基板２０１の
各タッチ電極６２ｔｇとが接触し、タッチ電極２５ｇに破損が生じた場合の様子を示す平
面図である。
【０３１７】
　図３３（ａ）に示すように、対向基板２０２のタッチ電極２５ｇが、ＴＦＴアレイ基板
２０１の各タッチ電極６２ｔｇとが接触した場合には、対向基板２０２のタッチ電極２５
ｇが変形する場合がある。このため、図３３（ｂ），（ｃ）に示すように、対向基板２０
２のタッチ電極２５ｇにおいては、ＴＦＴアレイ基板２０１の各タッチ電極６２ｔｇの端
部が接触した部分で、亀裂が生ずる場合がある。
【０３１８】
　変形例１の場合には、対向基板２０２とＴＦＴアレイ基板２０１の各タッチ電極２５ｇ
，６２ｔは、幅Ｈ１，Ｈ２が同じである。このため、図３３（ｂ）に示すように、対向基
板２０２のタッチ電極２５ｇにおいては、ｙ方向で規定される幅の全域に渡って、亀裂が
生じる場合がある。よって、対向基板２０２のタッチ電極２５ｇにおいて、ＴＦＴアレイ
基板２０１の各タッチ電極６２ｔｇが接触する部分の間が、断線状態になってしまう場合
があり、タッチセンサとしての信頼性が低下する場合がある。
【０３１９】
　これに対して、変形例３の場合には、上述したように、対向基板２０２のタッチ電極２
５ｇの幅Ｈ１が、ＴＦＴアレイ基板２０１の各タッチ電極６２ｔｇの幅Ｈ２よりも広い。
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この場合に、対向基板２０２のタッチ電極２５ｇが、ＴＦＴアレイ基板２０１の各タッチ
電極６２ｔｇに接触したときには、図３３（ｃ）に示すように、ｙ方向において中心に位
置する接触部分に亀裂が生ずる。しかし、ｙ方向において中心に位置する接触部分以外の
端部は、ＴＦＴアレイ基板２０１の各タッチ電極６２ｔｇが接触しないので、亀裂が生じ
ない。このため、対向基板２０２のタッチ電極２５ｇに亀裂が生じた場合でも、対向基板
２０２のタッチ電極２５ｇとＴＦＴアレイ基板２０１の各タッチ電極６２ｔｇとが接触し
た状態では、各タッチ電極６２ｔｇ間が導通しており、断線状態になることを防止できる
。つまり、対向基板２０２のタッチ電極２５ｇにおいてＴＦＴアレイ基板２０１の一対の
タッチ電極６２ｔｇに接触する部分以外の領域で、その一対のタッチ電極６２ｔｇ間を電
気的に接続するようにタッチ電極２５ｇが構成されているので、信頼性を向上できる。
【０３２０】
（変形例４～６）
　図３４～図３６は、本発明にかかる実施形態７の変形例として、ＴＦＴアレイ基板２０
１に形成されたタッチ電極６２ｔｇを示す図である。図３４は、変形例４を示し、図３５
は、変形例５を示し、図３６は、変形例６を示している。これらの図において、（ａ）は
、ＴＦＴアレイ基板２０１において、タッチ電極６２ｔｇが形成された部分を拡大して示
す平面図である。また、（ｂ）は、ＴＦＴアレイ基板２０１において、タッチ電極６２ｔ
ｇが形成された部分を拡大して示す断面図である。（ｂ）においては、（ａ）に示すＸ１
ｇ－Ｘ２ｇ部分の断面を示している。
【０３２１】
　各図に示すように、ＴＦＴアレイ基板２０１の各タッチ電極６２ｔｇについては、溝Ｔ
Ｒの内部の表面を覆うように、形成しても良い。
【０３２２】
　具体的には、変形例４として、図３４（ａ）に示すように、ＴＦＴアレイ基板２０１の
面（ｘｙ面）において、ｘ方向へ延在する一対のタッチ電極６２ｔｇのそれぞれに対して
、ｙ方向へ延在する溝ＴＲ１を形成してもよい。
【０３２３】
　この場合において、配向膜の材料を含む塗布液を塗布したときには、その塗布液が、こ
れらの溝ＴＲ１に入るので、図３４（ｂ）に示すように、液晶配向膜ＨＭ１ｇが形成され
る。ここでは、各タッチ電極６２ｔｇのｘ方向に沿った断面において、溝ＴＲ１の近傍に
位置する上面部分が、露出するように形成される。このため、この各タッチ電極６２ｔｇ
において表面が露出した部分に、対向基板２０２のタッチ電極２５ｇが接触することで、
位置検出が実施される。
【０３２４】
　また、変形例５として、図３５（ａ）に示すように、さらに、ＴＦＴアレイ基板２０１
の面（ｘｙ面）において、タッチ電極６２ｔｇを、ｘ方向に直線状に延在する一対の溝Ｔ
Ｒ２，ＴＲ３が、ｙ方向で挟むように、溝ＴＲを形成しても良い。
【０３２５】
　この場合において配向膜の材料を含む塗布液を塗布したときには、その塗布液が、これ
らの溝ＴＲ１に入るので、Ｘ１ｇ－Ｘ２ｇ部分においては、図３５（ｂ）に示すように、
変形例４と同様に、液晶配向膜ＨＭ１ｇが形成される。ここでは、各タッチ電極６２ｔｇ
のｘ方向に沿った断面において、溝ＴＲの近傍に位置する上面部分が、露出するように形
成される。このため、この各タッチ電極６２ｔｇにおいて表面が露出した部分に、対向基
板２０２のタッチ電極２５ｇが接触することで、位置検出が実施される。
【０３２６】
　また、変形例６として、図３６（ａ）に示すように、さらに、ＴＦＴアレイ基板２０１
の面（ｘｙ面）において、ｘ方向に並ぶタッチ電極６２ｔｇの間に、ｘ方向に直線状に延
在する一対の溝ＴＲ４を形成しても良い。
【０３２７】
　この場合において配向膜の材料を含む塗布液を塗布したときには、その塗布液が、これ
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らの溝ＴＲ１，ＴＲ４に入るので、Ｘ１ｇ－Ｘ２ｇ部分においては、図３６（ｂ）に示す
ように、液晶配向膜ＨＭ１ｇが形成される。ここでは、各タッチ電極６２ｔｇのｘ方向に
沿った断面において、溝ＴＲ１，ＴＲ４の近傍に位置する上面部分が、露出するように形
成される。このため、この各タッチ電極６２ｔｇにおいて表面が露出した部分に、対向基
板２０２のタッチ電極２５ｇが接触することで、位置検出が実施される。
【０３２８】
　したがって、各変形例においては、本実施形態と同様な作用・効果を奏することができ
る。
【０３２９】
　なお、変形例４から６は、溝ＴＲの内部の面を被覆するように、タッチ電極６２ｔｇが
設けられているので、液晶パネル２００ｇの面が押されて変形したときには、その溝ＴＲ
の内部のタッチ電極６２ｔｇが破断する場合がある。このため、破断防止の観点からは、
他の形態の方が好適である。
【０３３０】
（変形例７）
　図３７は、本発明にかかる実施形態７の変形例として、ＴＦＴアレイ基板２０１に形成
されたタッチ電極６２ｔｇを示す図である。図３７においては、（ａ）は、ＴＦＴアレイ
基板２０１において、タッチ電極６２ｔｇが形成された部分を拡大して示す平面図である
。また、（ｂ）は、ＴＦＴアレイ基板２０１において、タッチ電極６２ｔｇが形成された
部分を拡大して示す断面図である。（ｂ）においては、（ａ）に示すＸ１ｇ－Ｘ２ｇ部分
の断面を示している。
【０３３１】
　図３７（ａ）に示すように、ＴＦＴアレイ基板２０１の各タッチ電極６２ｔｇについて
は、矩形形状に限らない。具体的には、ｘ方向に延在する部分６２ｔｘと、ｙ方向に延在
する部分６２ｔｙとを含むように構成しても良い。ここでは、上方において、ｘ方向に延
在する部分６２ｔｘが設けられており、そのｘ方向に延在する部分６２ｔｘから下方に向
かって、ｙ方向に延在する部分６２ｔｙが、ｘ方向にて間を隔てて複数設けられている。
そして、このｘ方向に並ぶ、複数のｙ方向に延在する部分６２ｔｙの間に、溝ＴＲａが設
けられている。
【０３３２】
　この場合において配向膜の材料を含む塗布液を塗布したときには、その塗布液が、これ
らの溝ＴＲ，ＴＲａに入るので、Ｘ１ｇ－Ｘ２ｇ部分においては、図３７（ｂ）に示すよ
うに、液晶配向膜ＨＭ１ｇが形成される。このため、この各タッチ電極６２ｔｇにおいて
表面が露出した部分に、対向基板２０２のタッチ電極２５ｇが接触することで、位置検出
が実施される。
【０３３３】
　本実施形態では、複数のｙ方向に延在する部分６２ｔｙの間に、溝ＴＲａが設けられて
いるので、この部分６２ｔｙの端部においては、液晶配向膜ＨＭ１ｇが被覆せずに、表面
が露出した状態になる。このため、対向基板２０２のタッチ電極２５ｇにおいて、中央の
溝ＴＲに対応する部分で破損が生じた場合であっても、この部分６２ｔｙにおいて、一対
のタッチ電極６２ｔｇの間が電気的に接続される。よって、装置の信頼性を向上させるこ
とができる。
【０３３４】
　したがって、本変形例においては、本実施形態と同様な作用・効果を奏することができ
る。
【０３３５】
（変形例８）
　図３８は、本発明にかかる実施形態７の変形例として、ＴＦＴアレイ基板２０１に形成
されたタッチ電極６２ｔｇを示す図である。図３８においては、ＴＦＴアレイ基板２０１
において、タッチ電極６２ｔｇが形成された平面部分を拡大して示している。
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【０３３６】
　変形例１においては、図３０で示したように、溝ＴＲのｙ方向における幅が、タッチ電
極６２ｔｇの幅と同じ場合について説明したが、これに限定されない。図３８に示すよう
に、溝ＴＲのｙ方向における幅が、タッチ電極６２ｔｇの幅よりも狭くても良い。
【０３３７】
　この場合においても、本実施形態と同様な作用・効果を奏することができる。
【０３３８】
（変形例９～１３）
　図３９～図４３は、本発明にかかる実施形態７の変形例として、ＴＦＴアレイ基板２０
１に形成されたタッチ電極６２ｔｇを示す図である。図３９は、変形例９を示し、図４０
は、変形例１０を示し、図４１は、変形例１１を示し、図４２は、変形例１２を示し、図
４３は、変形例１３を示している。これらの図において、（ａ）は、ＴＦＴアレイ基板２
０１において、タッチ電極６２ｔｇが形成された部分を拡大して示す平面図である。また
、（ｂ）は、ＴＦＴアレイ基板２０１において、タッチ電極６２ｔｇが形成された部分を
拡大して示す断面図である。（ｂ）においては、（ａ）に示すＹ１ｇ－Ｙ２ｇ部分の断面
を示している。
【０３３９】
　各図に示すように、ｘ方向に直線状に延在する溝ＴＲのみが、ＴＦＴアレイ基板２０１
の各タッチ電極６２ｔｇに対して形成されるように構成しても良い。つまり、下地層であ
る層間絶縁膜Ｓｚについては、溝ＴＲが、一対のタッチ電極６２ｔｇが並ぶｘ方向におい
て延在するように設けられていてもよい。
【０３４０】
　具体的には、変形例９として、図３９（ａ）に示すように、ＴＦＴアレイ基板２０１の
面（ｘｙ面）において、ｘ方向へ延在する一対のタッチ電極６２ｔｇを、ｙ方向に延在す
る溝ＴＲが、ｙ方向で挟むように構成してもよい。
【０３４１】
　この場合において、配向膜の材料を含む塗布液を塗布したときには、その塗布液が、こ
れらの溝ＴＲに入るので、図３９（ｂ）に示すように、液晶配向膜ＨＭ１ｇが形成される
。ここでは、各タッチ電極６２ｔｇのｙ方向に沿った断面において、溝ＴＲの近傍に位置
する上面部分が、露出するように形成される。つまり、タッチ電極６２ｔｇのｙ方向にお
ける両端部分の上面が露出して形成される。このため、この各タッチ電極６２ｔｇにおい
て表面が露出した部分に、対向基板２０２のタッチ電極２５ｇが接触することで、位置検
出が実施される。
【０３４２】
　本変形例では、溝ＴＲの近傍に位置する上面部分が、液晶配向膜ＨＭ１ｇで覆われにく
く、センサ特性を好適に実現できる。
【０３４３】
　また、変形例１０として、図４０（ａ）に示すように、ＴＦＴアレイ基板２０１の面（
ｘｙ面）にてｘ方向へ延在する一対のタッチ電極６２ｔｇの下方において、ｙ方向に延在
する溝ＴＲを設けても良い。
【０３４４】
　この場合において、配向膜の材料を含む塗布液を塗布したときには、その塗布液が、こ
れらの溝ＴＲに入るので、図４０（ｂ）に示すように、液晶配向膜ＨＭ１ｇが形成される
。ここでは、タッチ電極６２ｔｇのｙ方向に沿った断面において、溝ＴＲの近傍に位置す
る上面部分が、露出するように形成される。つまり、タッチ電極６２ｔｇのｙ方向におけ
る一方の端部の上面が露出して形成される。このため、この各タッチ電極６２ｔｇにおい
て表面が露出した部分に、対向基板２０２のタッチ電極２５ｇが接触することで、位置検
出が実施される。
【０３４５】
　本変形例では、変形例９と比べて全体の占有面積を小さくすることが可能となる。
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【０３４６】
　また、変形例１１として、図４１（ａ）に示すように、タッチ電極６２ｔｇについては
、
ｘｙ面において、ｙ方向に凹状に凹んだ形状であって、この凹部がｙ方向において対向す
るように、一対のタッチ電極６２ｔｇを形成しても良い。そして、この凹部の凹んだ内部
において、溝ＴＲがｙ方向に延在するように、構成してもよい。
【０３４７】
　この場合において、配向膜の材料を含む塗布液を塗布したときには、その塗布液が、こ
れらの溝ＴＲに入るので、図４１（ｂ）に示すように、液晶配向膜ＨＭ１ｇが形成される
。ここでは、タッチ電極６２ｔｇのｙ方向に沿った断面において、溝ＴＲの近傍に位置す
る上面部分が、露出するように形成される。つまり、タッチ電極６２ｔｇにおいて、溝Ｔ
Ｒを挟む部分の端部の上面が露出して形成される。このため、この各タッチ電極６２ｔｇ
において表面が露出した部分に、対向基板２０２のタッチ電極２５ｇが接触することで、
位置検出が実施される。
【０３４８】
　本変形例では、変形例９，変形例１０と比べて全体の占有面積を小さくすることが可能
となる。
【０３４９】
　また、変形例１２として、図４２（ａ）に示すように、タッチ電極６２ｔｇについては
、
ｘｙ面において、ｙ方向に凸状に突出した部分が、ｘ方向の中央に位置する形状になるよ
うに形成しても良い。そして、この凸部がｙ方向において対向するように、一対のタッチ
電極６２ｔｇを設けても良い。また、この凸部の突出した部分を、ｙ方向に延在した一対
の溝ＴＲが挟むように、構成してもよい。
【０３５０】
　この場合において、配向膜の材料を含む塗布液を塗布したときには、その塗布液が、こ
れらの溝ＴＲに入るので、図４２（ｂ）に示すように、液晶配向膜ＨＭ１ｇが形成される
。ここでは、タッチ電極６２ｔｇのｙ方向に沿った断面において、溝ＴＲの近傍に位置す
る上面部分が、露出するように形成される。つまり、タッチ電極６２ｔｇにおいて、一対
の溝ＴＲが挟む部分の端部の上面が露出して形成される。このため、この各タッチ電極６
２ｔｇにおいて表面が露出した部分に、対向基板２０２のタッチ電極２５ｇが接触するこ
とで、位置検出が実施される。
【０３５１】
　本変形例では、変形例１１と比べて、溝ＴＲの近傍に位置する上面部分が、液晶配向膜
ＨＭ１ｇで覆われにくく、センサ特性を好適に実現できる。
【０３５２】
　また、変形例１３として、図４３（ａ）に示すように、タッチ電極６２ｔｇについては
、ｘｙ面において、ｙ方向に凸状に突出した部分が、ｘ方向の上端部に位置する形状にな
るように形成しても良い。そして、この凸部がｙ方向において対向するように、一対のタ
ッチ電極６２ｔｇを設けても良い。また、この凸部の突出した部分の下方に、ｙ方向に延
在した一対の溝ＴＲが配置されるように、構成してもよい。
【０３５３】
　この場合において、配向膜の材料を含む塗布液を塗布したときには、その塗布液が、こ
の溝ＴＲに入るので、図４３（ｂ）に示すように、液晶配向膜ＨＭ１ｇが形成される。こ
こでは、タッチ電極６２ｔｇのｙ方向に沿った断面において、溝ＴＲの近傍に位置する上
面部分が、露出するように形成される。つまり、タッチ電極６２ｔｇにおいて、溝ＴＲ側
に位置する端部の上面が露出して形成される。このため、この各タッチ電極６２ｔｇにお
いて表面が露出した部分に、対向基板２０２のタッチ電極２５ｇが接触することで、位置
検出が実施される。
【０３５４】
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　本変形例では、変形例９～１２と比べて全体の占有面積を小さくすることが可能となる
。
【０３５５】
　図４４は、本発明にかかる実施形態７の変形例９～１３の作用・効果を説明するための
図である。図４４においては、対向基板２０２に形成されたタッチ電極２５ｇと、ＴＦＴ
アレイ基板２０１の各タッチ電極６２ｔｇとが接触し、タッチ電極２５ｇに破損が生じた
場合の様子を示す平面図である。
【０３５６】
　変形例９～１３の場合は、上述したように、ＴＦＴアレイ基板２０１の各タッチ電極６
２ｔｇにて、ｙ方向に延在するように表面が露出した部分と、対向基板２０２のタッチ電
極２５ｇとが接触して、各タッチ電極６２ｔｇ間が電気的に接続する。このため、図４４
に示すように、対向基板２０２のタッチ電極２５ｇにおいて、ＴＦＴアレイ基板２０１の
各タッチ電極６２ｔｇが接触する部分に生ずる亀裂は、ｙ方向に沿って延在するように生
ずる。よって、ｙ方向において、対向基板２０２のタッチ電極２５ｇが、断線状態になる
ことを防止することができる。
【０３５７】
　したがって、本変形例においては、装置の信頼性を、さらに向上させることができる。
【０３５８】
＜８．実施形態８＞
　以下より、本発明にかかる実施形態８について説明する。
【０３５９】
（液晶パネルの詳細構成）
　図４５，図４６は、本発明の実施形態８にかかる液晶パネル２００ｈの要部を示す図で
ある。
【０３６０】
　ここで、図４５は、表示領域ＰＡに設けられた画素Ｐの概略を模式的に示す断面図であ
る。
【０３６１】
　また、図４６は、表示領域ＰＡに設けられた画素Ｐの概略を模式的に示す上面図である
。なお、図４５は、図４６のＸ１ｈ－Ｘ２ｈ部分について示しているが、図示の都合上、
適宜、部材の表示を簡略化等している。
【０３６２】
　図４５，図４６に示すように、本実施形態においては、ＦＦＳ（Ｆｒｉｎｇｅ　Ｆｉｅ
ｌｄ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）方式に対応するように、画素電極６２ｐｈ，共通電極２３ｈ
等の各部が形成されている。この点、および、これに関連する点を除き、実施形態７と同
様である。このため、重複する個所については、説明を省略する。
【０３６３】
　図４５，図４６に示すように、本実施形態においては、画素電極６２ｐｈと共通電極２
３ｈとのそれぞれは、ＴＦＴアレイ基板２０１に設けられている。
【０３６４】
　画素電極６２ｐｈは、図４５に示すように、ＴＦＴアレイ基板２０１において対向基板
２０２に対面する面の側に形成されている。
【０３６５】
　ここでは、画素電極６２ｐｈは、図４５に示すように、ＴＦＴアレイ基板２０１におい
て共通電極２３ｈを被覆するように、絶縁材料で形成された層間絶縁膜Ｓｚ２の上に設け
られている。たとえば、シリコン窒化膜として形成された層間絶縁膜Ｓｚ２上に設けられ
ている。
【０３６６】
　本実施形態においては、液晶パネル２００ｈがＦＦＳ方式であるので、画素電極６２ｐ
ｈは、図４６に示すように、ｘｙ面においては、櫛歯状になるようにパターン加工されて
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いる。
【０３６７】
　具体的には、図４６に示すように、画素電極６２ｐｈは、基幹部６２ｐｋと、枝部６２
ｐｅとを有する。
【０３６８】
　画素電極６２ｐｈにおいて、基幹部６２ｐｋは、図４６に示すように、ｘ方向に延在し
ている。ここでは、図４６に示すように、２本の基幹部６２ｐｋがｙ方向において平行に
並んでいる。
【０３６９】
　そして、画素電極６２ｐｈにおいて、枝部６２ｐｅは、図４６に示すように、基幹部６
２ｐｋに接続されており、ｙ方向に延在している。この枝部６２ｐｅは、図４６に示すよ
うに、ｘ方向において、複数がスペースを隔てて並ぶように配置されている。そして、そ
の複数のそれぞれは、両端部が基幹部６２ｐｋに接続され、互いに平行に延在するように
並んでいる。
【０３７０】
　この画素電極６２ｐｈは、図４５に示すように、実施形態７の場合と同様に、タッチ電
極６２ｔｇと一体になるように形成されている。
【０３７１】
　共通電極２３ｈは、図４５に示すように、ＴＦＴアレイ基板２０１において対向基板２
０２に対面する面の側に形成されている。ここでは、共通電極２３ｈは、ＴＦＴアレイ基
板２０１に形成された層間絶縁膜Ｓｚ上に設けられている。また、共通電極２３ｈは、複
数の画素Ｐに対応するように複数設けられた画素電極６２ｐｈのそれぞれに、層間絶縁膜
Ｓｚ２を介して対面している。
【０３７２】
　そして、液晶層２０３については、液晶分子が水平配向するように形成される。
【０３７３】
（まとめ）
　以上のように、本実施形態では、実施形態７と同様に、ＴＦＴアレイ基板２０１のタッ
チ電極６２ｔｇは、凹状の溝ＴＲが設けられた層間絶縁膜（下地層）Ｓｚが、ＴＦＴアレ
イ基板２０１との間に設けられている。そして、液晶配向膜ＨＭ１ｇについては、そのタ
ッチ電極６２ｔｇが形成された表面上に配向材料を含む塗布液を塗布した際に、凹状の溝
ＴＲに当該塗布液が入ることによって、タッチ電極６２ｔｇの上面を被覆せずに露出する
ように形成される。具体的には、層間絶縁膜（下地層）Ｓｚは、一対のタッチ電極６２ｔ
ｇの間に溝ＴＲが位置するように設け、一対のタッチ電極６２ｔｇは、その溝ＴＲの近傍
の表面が液晶配向膜ＨＭ１ｇによって被覆されずに露出するように形成される。
【０３７４】
　このため、本実施形態においては、タッチ電極６２ｔｇの表面から液晶配向膜ＨＭ１ｇ
を除去する工程を別途実施せずに、タッチ電極６２ｔｇの表面を露出させることができる
。よって、本実施形態は、製造効率，歩留まりの向上が可能であって、製造コストが増加
することを防止できる。また、装置の信頼性を向上させることができる。
【０３７５】
　また、本実施形態においては、液晶パネル２００ｈは、ＦＦＳ方式であるが、図４５に
示すように、実施形態７の場合と同様に、対向基板２０２において、ＴＦＴアレイ基板２
０１に対向するｘｙ面上に、凸部ＣＯが形成されている。ここでは、図４５に示すように
、凸部ＣＯにおいてＴＦＴアレイ基板２０１に対向する頂面に、平坦領域ＨＲが設けられ
ている。そして、タッチセンサスイッチＳＷｓｇを構成するタッチ電極２５ｇが、その凸
部ＣＯ上において平坦領域ＨＲ以外の領域に形成されずに、平坦領域ＨＲ上に孤立パター
ンとして形成されている。よって、本実施形態は、実施形態７の場合と同様に、タッチ電
極２５ｇが破断することを防止可能であるので、装置の信頼性を向上することができる。
【０３７６】
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（変形例１～３）
　図４７～図４９は、本発明にかかる実施形態８の変形例として、共通電極２３ｈ、およ
び、層間絶縁膜Ｓｚ２とを示す図である。各図は、断面を示している。
【０３７７】
　上記においては、図４５に示したように、ＴＦＴアレイ基板２０１においては、共通電
極２３ｈ、および、層間絶縁膜Ｓｚ２について、溝ＴＲの内部を被覆するように形成する
場合に関して説明したが、これに限定されない。各図に示すように、共通電極２３ｈ、お
よび、層間絶縁膜Ｓｚ２については、溝ＴＲの内部を被覆するように形成しなくても良い
。
【０３７８】
　具体的には、変形例１として、図４７に示すように、共通電極２３ｈと層間絶縁膜Ｓｚ
２との両者について、溝ＴＲの内部を被覆しない点を除いて、上記の実施形態と同様に形
成してもよい。
【０３７９】
　この場合には、段差を跨いで、共通電極２３ｈが形成されていないので、破損した際の
リークの発生が少ない等のメリットがある。
【０３８０】
　また、変形例２として、図４８に示すように、層間絶縁膜Ｓｚ２のみについて、溝ＴＲ
の内部を被覆しない点を除いて、上記の実施形態と同様に形成してもよい。
【０３８１】
　また、変形例３として、図４９に示すように、共通電極２３ｈのみについて、溝ＴＲの
内部を被覆しない点を除いて、上記の実施形態と同様に形成してもよい。
【０３８２】
（変形例４）
　図５０～図５１は、本発明にかかる実施形態８の変形例の要部を示す図である。
【０３８３】
　ここで、図５０は、表示領域ＰＡに設けられた画素Ｐの概略を模式的に示す断面図であ
る。
【０３８４】
　また、図５１は、表示領域ＰＡに設けられた画素Ｐの概略を模式的に示す上面図である
。なお、図５０は、図５１のＹ１ｈ－Ｙ２ｈ部分について示しているが、図示の都合上、
適宜、部材の表示を簡略化等している。
【０３８５】
　図５０，図５１に示すように、タッチ電極６２ｔｇについては、導電層ＳＤ（画素スイ
ッチング素子３１のソース電極に電気的に接続されている層）に接続するようにコンタク
トＣＯＮ，２ＣＯＮが形成されている部分に、形成することが好適である。
【０３８６】
　具体的には、本変形例は、ＴＦＴアレイ基板２０１にて対向基板２０２に対向する面に
、タッチ電極６２ｔｇに接続する導電層ＳＤが設けられている。そして、タッチセンサス
イッチＳＷｓｇは、タッチ電極６２ｇｔと導電層ＳＤとが接続するコンタクト（ＣＯＮ，
２ＣＯＭ）の部分において、一対のタッチ電極６２ｔｇのそれぞれと、タッチ電極２５と
が接触するように設けられている。
【０３８７】
　この場合には、画素レイアウトを有効に配置することが可能になるので、液晶表示装置
の開口率を向上させることができる。
【０３８８】
　また、上記のＦＦＳ方式以外に、ＩＰＳ（Ｉｎ－Ｐｌａｎｅ－Ｓｗｉｃｈｉｎｇ）方式
などのように、横電界を液晶層２０３に印加するモードにおいて、同様に、構成した場合
であっても、同様な効果を得ることができる。
【０３８９】
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＜８．その他＞
　本発明の実施に際しては、上記の実施形態に限定されるものではなく、種々の変形形態
を採用することができる。各実施形態については、適宜、組合わせてもよい。
【０３９０】
　また、上記の実施形態においては、液晶パネルが透過型である場合について説明したが
、これに限定されない。反射型や、透過型と反射型とを併用可能な半透過型として、液晶
パネルを構成する場合に適用しても良い。
【０３９１】
　また、有機ＥＬディスプレイなどのように、液晶パネル以外の表示パネルに適用しても
良い。
【０３９２】
　また、表示パネルに内蔵する場合以外に、装置に外付けする抵抗膜式タッチセンサに適
用しても良い。
【０３９３】
　また、本実施形態の液晶表示装置１００は、さまざまな電子機器の部品として適用する
ことができる。
【０３９４】
　図５２から図５６は、本発明にかかる実施形態の液晶表示装置１００を適用した電子機
器を示す図である。
【０３９５】
　図５２に示すように、テレビジョン放送を受信し表示するテレビにおいて、その受信し
た画像を表示画面に表示すると共に、オペレータの操作指令が入力される表示装置として
液晶表示装置１００を適用することができる。
【０３９６】
　また、図５３に示すように、デジタルスチルカメラにおいて、その撮像画像などの画像
を表示画面に表示すると共に、オペレータの操作指令が入力される表示装置として液晶表
示装置１００を適用することができる。
【０３９７】
　また、図５４に示すように、ノート型パーソナルコンピュータにおいて、操作画像など
を表示画面に表示すると共に、オペレータの操作指令が入力される表示装置として液晶表
示装置１００を適用することができる。
【０３９８】
　また、図５５に示すように、携帯電話端末において、操作画像などを表示画面に表示す
ると共に、オペレータの操作指令が入力される表示装置として液晶表示装置１００を適用
することができる。
【０３９９】
　また、図５６に示すように、ビデオカメラにおいて、操作画像などを表示画面に表示す
ると共に、オペレータの操作指令が入力される表示装置として液晶表示装置１００を適用
することができる。
【０４００】
　なお、上記の実施形態において、タッチ電極２５，２５ｂ，２５ｃ，２５ｅ，２５ｆ，
２５ｇは、本発明の第１タッチ電極と第２タッチ電極とのいずれかに相当する。また、上
記の実施形態において、タッチ電極６２ｔ，６２ｔｂ，６２ｔｄ，６２ｔｅ，６２ｔｆ，
６２ｔｇは、本発明の第１タッチ電極と第２タッチ電極とのいずれかに相当する。また、
上記の実施形態において、弾性部材６３，６３ｂ，６３ｅ，６３ｆ，７１ｃ，７１ｄは、
本発明の弾性部材に相当する。また、上記の実施形態において、液晶表示装置１００は、
本発明の液晶表示装置，表示装置，情報入力装置に相当する。また、上記の実施形態にお
いて、液晶パネル２００，２００ｂ，２００ｃ，２００ｄ，２００ｅ，２００ｅｂ，２０
０ｆ，２００ｆｂ，２００ｇ，２００ｈは、本発明の液晶パネルに相当する。また、上記
の実施形態において、ＴＦＴアレイ基板２０１は、本発明の第１基板と第２基板とのいず
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れかに相当する。また、上記の実施形態において、対向基板２０２は、本発明の第１基板
と第２基板とのいずれかに相当する。また、上記の実施形態において、液晶層２０３は、
本発明の液晶層に相当する。また、上記の実施形態において、凹凸領域５００，５００ｂ
，５００ｃ，５００ｄ，５００ｅ，５００ｆは、本発明の凹凸領域に相当する。また、上
記の実施形態において、液晶配向膜ＨＭ１，ＨＭ１ｂ，ＨＭ１ｄ，ＨＭ１ｅ，ＨＭ１ｆ，
ＨＭ１ｇは、第１液晶配向膜と第２液晶配向膜とのいずれかに相当する。また、上記の実
施形態において、液晶配向膜ＨＭ２，ＨＭ２ｂ，ＨＭ２ｃ，ＨＭ２ｅ，ＨＭ２ｆ，ＨＭ２
ｇは、第１液晶配向膜と第２液晶配向膜とのいずれかに相当する。また、上記の実施形態
において、表示領域ＰＡは、本発明の表示領域に相当する。また、上記の実施形態におい
て、柱スペーサＳＰ，ＳＰｅ，ＳＰｆは、本発明の柱スペーサに相当する。また、上記の
実施形態において、タッチセンサスイッチＳＷｓ，ＳＷｓｂ，ＳＷｓｃ，ＳＷｓｄ，ＳＷ
ｓｅ，ＳＷｓｆ，ＳＷｓｇは、本発明のタッチセンサスイッチに相当する。
【符号の説明】
【０４０１】
　１１：垂直駆動回路、１２：水平駆動回路、２１：カラーフィルタ層、２１Ｂ：青フィ
ルタ層、２１Ｇ：緑フィルタ層、２１Ｒ，２１Ｒａ：赤フィルタ層、２３：共通電極、２
５，２５ｂ，２５ｃ，２５ｅ，２５ｆ，２５ｇ：タッチ電極、３１：画素スイッチング素
子、６２ｐ：画素電極、６２ｔ，６２ｔｂ，６２ｔｄ，６２ｔｅ，６２ｔｆ：タッチ電極
、６３，６３ｂ，６３ｅ，６３ｆ，６２ｔｇ，７１ｃ，７１ｄ：弾性部材、７２ｅ，７２
ｆ：凹部領域、１００：液晶表示装置、２００，２００ｂ，２００ｃ，２００ｄ，２００
ｅ，２００ｅｂ，２００ｆ，２００ｆｂ，２００ｇ，２００ｈ：液晶パネル、２０１：Ｔ
ＦＴアレイ基板、２０２：対向基板、２０３：液晶層、２０６：第１の偏光板、２０７：
第２の偏光板、３００：バックライト、４００：データ処理部、４０１：制御部、４０２
：位置検出部、５００，５００ｂ，５００ｃ，５００ｄ，５００ｅ，５００ｆ：凹凸領域
、ＣＡ：周辺領域、ＣＬ：Ｖｃｏｍ線、Ｆ：被検知体、ＧＬ：ゲート線、ＨＭ１，ＨＭ１
ｂ，ＨＭ１ｄ，ＨＭ１ｅ，ＨＭ１ｆ，ＨＭ１ｇ：液晶配向膜、ＨＭ２，ＨＭ２ｂ，ＨＭ２
ｃ，ＨＭ２ｅ，ＨＭ２ｆ，ＨＭ２ｇ：液晶配向膜、ＯＰ：下地層、Ｐ：画素、ＰＡ：表示
領域、Ｒ：照明光、ＲＣ：読み出し回路、ＳＬ：信号線、ＳＰ，ＳＰｅ，ＳＰｆ：柱スペ
ーサ、ＳＷｒ：スイッチ、ＳＷｓ，ＳＷｓｂ，ＳＷｓｃ，ＳＷｓｄ，ＳＷｓｅ，ＳＷｓｆ
，ＳＷｓｇ：タッチセンサスイッチ、ＳＷｗ：スイッチ、Ｓｚ１，Ｓｚ２：層間絶縁膜、
ＷＣ：書き込み回路，ＣＯ：凸部
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